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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表裏面のうちの表面に電極が形成された第１の半導体チップ及び第２の半導体チップを
準備し、
　更に、第１の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リード部における先端部分が前記第
１の枠体に支持され、中間部分が第１のダムバーによって互いに連結され、かつ前記第１
のダムバーによって前記第１の枠体に支持された複数本の第１のリードを有する第１のリ
ードフレームを準備し、
　更に、第２の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リード部における先端部分が第２の
ダムバーによって互いに連結され、かつ前記第２のダムバーによって前記第２の枠体に支
持された複数本の第２のリードを有する第２のリードフレームを準備する工程と、
　前記第１の半導体チップの表面に前記第１のリードの内部リード部を接着固定し、前記
第２の半導体チップの表面に前記第２のリードの内部リード部を接着固定する工程と、
　前記第１の半導体チップの電極と前記第１のリードの内部リード部とを電気的に接続し
、前記第２の半導体チップの電極と前記第２のリードの内部リード部とを電気的に接続す
る工程と、
　前記第１の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々の裏面同志が向い合うように、前
記第１のリードフレーム、第２のリードフレームの夫々を重ね合わせた状態で、前記第１
の半導体チップ、第２の半導体チップ、第１のリードの内部リード部、及び第２のリード
の内部リード部を樹脂封止体で封止する工程と、
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　前記第１のダムバー、第２のダムバーの夫々を切断して前記第２の枠体を除去する工程
と、
　前記第１のリード、第２のリードの夫々の外部リード部にメッキ処理を施す工程とを備
えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　表裏面のうちの表面に電極が形成された第１の半導体チップ及び第２の半導体チップを
準備し、
　更に、第１の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リード部における先端部分が前記第
１の枠体に支持され、中間部分が第１のダムバーによって互いに連結され、かつ前記第１
のダムバーによって前記第１の枠体に支持された複数本の第１のリードと、前記第１の枠
体で囲まれた領域内に位置し、前記第１の枠体に支持された吊りリードとを有する第１の
リードフレームを準備し、
　更に、第２の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リード部における先端部分が第２の
ダムバーによって互いに連結され、かつ前記第２のダムバーによって前記第２の枠体に支
持された複数本の第２のリードを有する第２のリードフレームとを準備する工程と、
　前記第１の半導体チップの表面に前記第１のリードの内部リード部を接着固定し、前記
第２の半導体チップの表面に前記第２のリードの内部リード部を接着固定する工程と、
　前記第１の半導体チップの電極と前記第１のリードの内部リード部とを電気的に接続し
、前記第２の半導体チップの電極と前記第２のリードの内部リード部とを電気的に接続す
る工程と、
　前記第１の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々の裏面同志が向い合うように、前
記第１のリードフレーム、第２のリードフレームの夫々を重ね合わせた状態で、前記第１
の半導体チップ、第２の半導体チップ、第１のリードの内部リード部、第２のリードの内
部リード部、及び吊りリードを樹脂封止体で封止する工程とを備えたことを特徴とする半
導体装置の製造方法。
【請求項３】
　表裏面のうちの表面に電極が形成された第１の半導体チップ及び第２の半導体チップを
準備し、
　更に、第１の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リード部における先端部分が前記第
１の枠体に支持され、中間部分が第１のダムバーによって互いに連結され、かつ前記第１
のダムバーによって前記第１の枠体に支持された複数本の第１のリードを有する第１のリ
ードフレームを準備し、
　更に、第２の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リード部における先端部分が第２の
ダムバーによって互いに連結され、かつ前記第２のダムバーによって前記第２の枠体に支
持された複数本の第２のリードと、前記第２の枠体で囲まれた領域内に位置し、前記第２
のダムバー及び前記第２の枠体に支持された補強リードとを有する第２のリードフレーム
を準備する工程と、
　前記第１の半導体チップの表面に前記第１のリードの内部リード部を接着固定し、前記
第２の半導体チップの表面に前記第２のリードの内部リード部を接着固定する工程と、
　前記第１の半導体チップの電極と前記第１のリードの内部リード部とを電気的に接続し
、前記第２の半導体チップの電極と前記第２のリードの内部リード部とを電気的に接続す
る工程と、
　前記第１の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々の裏面同志が向い合うように、前
記第１のリードフレーム、第２のリードフレームの夫々を重ね合わせた状態で、前記第１
の半導体チップ、第２の半導体チップ、第１のリードの内部リード部、及び第２のリード
の内部リード部を樹脂封止体で封止する工程とを備えたことを特徴とする半導体装置の製
造方法。
【請求項４】
　表裏面のうちの表面に電極が形成された第１の半導体チップ及び第２の半導体チップを
準備し、
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　更に、第１の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リード部における先端部分が前記第
１の枠体に支持され、中間部分が第１のダムバーによって互いに連結され、かつ前記第１
のダムバーによって前記第１の枠体に支持された複数本の第１のリードを有する第１のリ
ードフレームを準備し、
　更に、第２の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リード部における先端部分が第２の
ダムバーによって互いに連結され、かつ前記第２のダムバーによって前記第２の枠体に支
持された複数本の第２のリードと、前記第２の枠体で囲まれた領域内に位置し、前記第２
のダムバー及び前記第２の枠体に支持された補強リードとを有し、前記第２のダムバーの
切断部分の幅は前記第１のダムバーの切断部分の幅よりも狭い第２のリードフレームを準
備する工程と、
　前記第１の半導体チップの表面に前記第１のリードの内部リード部を接着固定し、前記
第２の半導体チップの表面に前記第２のリードの内部リード部を接着固定する工程と、
　前記第１の半導体チップの電極と前記第１のリードの内部リード部とを第１の導電性ワ
イヤで電気的に接続し、前記第２の半導体チップの電極と前記第２のリードの内部リード
部とを第２の導電性ワイヤで電気的に接続する工程と、
　前記第１の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々の裏面同志が向い合うように前記
第１のリードフレーム、第２のリードフレームの夫々を重ね合わせた状態で、前記第１の
半導体チップ、第２の半導体チップ、第１のリードの内部リード部、第２のリードの内部
リード部、第１の導電性ワイヤ及び第２の導電性ワイヤを樹脂封止体で封止する工程と、
　前記第１のダムバー、第２のダムバーの夫々の切断部分を切断する工程とを備えたこと
を特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に、二つの半導体チップを積層し、この二つの半導体
チップを一つの樹脂封止体で封止する半導体装置に適用して有効な技術に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＲＡＭ（Ｄynamic Ｒandum Ａccess Ｍemory）、ＳＲＡＭ（Ｓtatic Ｒandum Ａcces
s Ｍemory）等の記憶回路システムを内蔵する半導体チップは、大容量化に伴って平面サ
イズが大型化する傾向にある。そこで、これらの記憶回路システムが内蔵された半導体チ
ップを樹脂封止体で封止する半導体装置においては、リードフレームのダイパッド（タブ
とも言う）を省略し、大型の半導体チップにも対応可能なＬＯＣ（Ｌead Ｏn Ｃhip）構
造が採用されている。ＬＯＣ構造とは、半導体チップの表裏面（互いに対向する一主面及
び他の主面）のうちの表面（一主面）である回路形成面上にリードを配置した構造のこと
である。このようなＬＯＣ構造を採用することにより、半導体チップの平面サイズが大型
化されても、樹脂封止体で封止されるリードの封止領域を確保することができるので、樹
脂封止体の平面サイズの増加を抑制することができる。なお、ＬＯＣ構造を採用する半導
体装置については、例えば、特開平２－２４６１２５号（１９９０年、１０月１日公開）
公報に記載されている。
【０００３】
　一方、記憶回路システムが内蔵された半導体チップの高密度実装を目的として、同一容
量の記憶回路システムが内蔵された二つの半導体チップを積層し、この二つの半導体チッ
プを一つの樹脂封止体で封止する積層型半導体装置が開発されている。例えば、特開平７
－５８２８１号（１９９５年、３月３日公開）公報にはＬＯＣ構造の積層型半導体装置が
記載されている。
【０００４】
　前記公報に記載されたＬＯＣ構造の積層型半導体装置は、主に、樹脂封止体と、樹脂封
止体の内部に位置し、表裏面（互いに対向する一主面及び他の主面）のうちの表面（一主
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面）である回路形成面に電極が形成された第１の半導体チップ及び第２の半導体チップと
、樹脂封止体の内外に亘って延在し、第１の半導体チップの回路形成面に絶縁性のフィル
ムを介して接着固定されると共に、その回路形成面の電極に導電性のワイヤを介して電気
的に接続される第１のリードと、樹脂封止体の内部に位置し、第２の半導体チップの回路
形成面に絶縁性のフィルムを介して接着固定されると共に、その回路形成面の電極に導電
性のワイヤを介して電気的に接続される第２のリードとを有する構成になっている。
【０００５】
　第１の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々は、夫々の回路形成面が向い合うよう
にして所定の間隔を明けた状態で積層されている。第１のリード、第２のリードの夫々は
、夫々の一部を重ね合わせた状態で積層され、レーザ溶接による溶融接合によって電気的
にかつ機械的に接続されている。
【０００６】
　第１のリードは、樹脂封止体の内部に位置する内部リード部（インナーリードとも言う
）が第１の半導体チップの回路形成面の一辺を横切って第１の半導体チップの回路形成面
上を延在し、樹脂封止体の外部に位置する外部リード部（アウターリードとも言う）が面
実装型リード形状の一つであるＪ型リード形状に折り曲げ成形されている。
【０００７】
　第１のリードの内部リード部は、第１の半導体チップの回路形成面に絶縁性のフィルム
を介して接着固定される部分が第１の半導体チップの一辺を横切る部分よりも第１の半導
体チップの回路形成面側に近づくように折り曲げ成形されている。
【０００８】
　第２のリードは、第２の半導体チップの回路形成面の一辺を横切って第２の半導体チッ
プの回路形成面上を延在し、第２の半導体チップの回路形成面に絶縁性のフィルムを介し
て接着固定される部分が第２の半導体チップの一辺を横切る部分よりも第２の半導体チッ
プの回路形成面側に近づくように折り曲げ成形されている。
【０００９】
【特許文献１】特開平２－２４６１２５号
【特許文献２】特開平７－５８２８１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明者等は、薄型化に好適な新しいＬＯＣ構造の積層型半導体装置を開発中である。
この積層型半導体装置は、まだ公知技術ではないが、本出願人によって先に出願された特
願平１０－１４０８７８号（１９９８年、５月２２日出願）に記載されているように、主
に、樹脂封止体と、樹脂封止体の内部に位置し、表裏面のうちの表面（一主面）である回
路形成面に電極が形成された第１の半導体チップ及び第２の半導体チップと、樹脂封止体
の内外に亘って延在し、第１の半導体チップの回路形成面に絶縁性のフィルムを介して接
着固定されると共に、その回路形成面の電極に導電性のワイヤを介して電気的に接続され
る第１のリードと、樹脂封止体の内外に亘って延在し、第２の半導体チップの回路形成面
に絶縁性のフィルムを介して接着固定されると共に、その回路形成面の電極に導電性のワ
イヤを介して電気的に接続される第２のリードとを有する構成になっている。
【００１１】
　第１の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々は、夫々の裏面（一主面と対向する他
の主面）同志を向い合わせた状態で積層されている。第１のリード、第２のリードの夫々
は、夫々の一部を重ね合わせた状態で積層され、レーザ溶接による溶融接合によって電気
的にかつ機械的に接続されている。
【００１２】
　第１のリード、第２のリードの夫々は、樹脂封止体の内部に位置する内部リード部と樹
脂封止体の外部に位置する外部リード部とを有する構成になっている。第１のリード、第
２のリードの夫々の内部リード部は、半導体チップ（第１のリードの場合は第１の半導体



(5) JP 4335203 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

チップ、第２のリードの場合は第２の半導体チップ）の回路形成面の一辺を横切って半導
体チップの回路形成面上を延在する第１の部分と、この第１の部分から半導体チップの裏
面側に折れ曲がる第２の部分と、この第２の部分から第１の部分と同一方向に延びる第３
の部分とを有する構成になっている。第１のリード、第２のリードの夫々の第３の部分は
、樹脂封止体の内外に亘って延在し、上下方向に重なり合うようにして積層されている。
第１のリードの外部リード部は、面実装型リード形状の一つであるガルウィング型リード
形状に曲げ成形されている。第２のリードの外部リード部は、第１のリードの外部リード
部よりも短い長さで形成されている。
【００１３】
　このようにして積層型半導体装置を構成することにより、第１の半導体チップと第２の
半導体チップとの間には第１のリード、第２のリードの夫々が存在しないため、従来の積
層型半導体装置のように第１の半導体チップと第２の半導体チップとの間に第１のリード
、第２のリードの夫々を配置した場合に比べて、二つの半導体チップの間隔を狭くするこ
とができるので、これに相当する分、樹脂封止体の厚さを薄くすることができる。この結
果、積層型半導体装置の薄型化を図ることができる。
【００１４】
　また、第１の半導体チップと第２の半導体チップとの間には第１のリード、第２のリー
ドの夫々が存在しないため、従来の積層型半導体装置のように第１の半導体チップと第２
の半導体チップとの間に第１のリード、第２のリードの夫々を配置した場合に比べて、第
１のリードに付加される浮遊容量（チップ／リード間容量）のうち、第２の半導体チップ
とで生じる浮遊容量を実質的に排除することができ、また、第２のリードに付加される浮
遊容量（チップ／リード間容量）のうち、第１の半導体チップとで生じる浮遊容量を実質
的に排除することができるので、第１のリード及び第２のリードからなる一本のリードに
付加される浮遊容量を低減することができる。この結果、リードの信号伝搬遅延を改善す
ることができるので、積層型半導体装置の電気特性の向上を図ることができる。
【００１５】
　しかしながら、本発明者等は前述の積層型半導体装置の開発中に新たな問題点を見出し
た。
〔１〕積層型半導体装置では二枚のリードフレームを用いた組立プロセスによって製造さ
れるため、第１のリードフレームの枠体に支持された第１のリードと、第２のリードフレ
ームの枠体に支持された第２のリードとを接合する必要がある。第１のリードと第２のリ
ードとの接合においては微小加工に好適なレーザ溶接が有効であるが、樹脂封止体を形成
する前の段階においてレーザ溶接を行うと以下の問題が生じる。
【００１６】
　レーザ溶接では、リードの接合部（溶接部）にレーザ光を照射して接合部を溶融するた
め、レーザ光の照射力によって溶融したものが周囲に飛散し、多量の飛散物が発生する。
一方、第１の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々は、夫々の裏面同志を向い合わせ
た状態で積層されるため、溶接時に発生した飛散物が半導体チップの回路形成面に飛来す
る。
【００１７】
　半導体チップの回路形成面に飛散物が飛来した場合、飛散物は高温の状態であるため、
半導体チップの回路形成面に形成された表面保護膜に熱損傷が発生し、表面保護膜下の配
線が断線したり、隣り合う配線同志が短絡したりするといった不具合が多発する。これら
の不具合が発生することによって半導体チップが不良となるので、積層型半導体装置の歩
留まりが著しく低下する。特に、樹脂封止体の樹脂との接着性の向上やＤＲＡＭの耐α線
強度の向上を図るために表面保護膜をポリイミド系の樹脂で形成した半導体チップにおい
ては飛散物による不良が発生し易くなる。
【００１８】
　また、レーザ溶接ではリードの接合部を溶融するため、リードに含まれていた不純物（
例えば硫黄等）がアウトガスとなって半導体チップ表面に付着し、化学反応を起こして半
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導体チップ表面を劣化させる。半導体チップ表面が劣化した場合、半導体チップと樹脂封
止体の樹脂との接着性が著しく低下し、両者の熱膨張係数の差に起因する熱応力によって
両者の界面に剥離が発生し易くなる。このような界面剥離が発生した場合、樹脂封止体の
樹脂に含まれている水分が剥離部に溜り、溜った水分が製品完成後の環境試験である温度
サイクル試験時の熱や実装基板に半田付け実装する時の半田リフロー熱によって気化膨張
し、樹脂封止体に亀裂をもたらす要因となるので、積層型半導体装置の信頼性が低下する
。
【００１９】
　また、リードフレームは、リードの微細化に伴って板厚が薄くなる傾向にあるため、機
械的強度不足によってリードに反りが生じ易くなる。リードに反りが生じた場合、第１の
リードの接合部と第２のリードの接合部との間に隙間が生じ、溶接不良の原因となるので
、第１のリードと第２のリードとを固定治具によって押えなければならず、積層型半導体
装置の生産性が低下する。
【００２０】
〔２〕積層型半導体装置に限らず、通常の半導体装置においても、実装時の半田濡れ性の
確保や耐腐食性の向上を図るため、外部リード部を例えば鉛（Ｐｂ）－錫（Ｓｎ）組成の
材料からなる導電性被膜（メッキ膜）で被覆するメッキ処理が必要である。メッキ処理は
、一般的に、脱脂工程、水洗工程、研磨工程、水洗工程等の前処理工程と、メッキ工程、
水洗工程、中和工程、湯洗工程、乾燥工程等の後処理工程とを備えた電解メッキ法で行な
われる。このような工程を備えた電解メッキ法でメッキ処理を施す場合、積層型半導体装
置では二枚のリードフレームを重ね合わせた状態でメッキ処理が施されるため、第１のリ
ードフレームの枠体と第２のリードフレームの枠体との間に前段の工程の処理液（薬液）
が毛管現象によって残留し、前段の工程の処理液が後段の各工程の処理液中に多量に持ち
込まれてしまう。このような処理液の持ち込みはメッキ不良を引き起こす要因となり、積
層型半導体装置の歩留まりが著しく低下する。また、後段の各工程の処理液を頻繁に交換
しなければならず、積層型半導体装置の生産性が低下する。
【００２１】
〔３〕積層型半導体装置では、二枚のリードフレームを重ね合わせた状態で樹脂封止体を
形成している。一方、二枚のリードフレームの夫々には樹脂封止体をリードフレームの枠
体に支持するための吊りリードが重なり合う位置に設けられている。従って、樹脂封止体
の内部には二つの吊りリードの合わせ面が存在し、しかも二つの吊りリードはメッキ処理
が施された後にリードフレームの枠体から切断されるため、二つの吊りリードの合わせ面
の端部が樹脂封止体から露出する状態となる。このような合わせ面が存在した場合、合わ
せ面を通して外部から樹脂封止体の内部に水分が侵入し、半導体チップの電極とワイヤと
の接続部、リードの内部リード部とワイヤとの接続部等が腐食し易くなるため、積層型半
導体装置の信頼性が低下する。
【００２２】
〔４〕積層型半導体装置では、二枚のリードフレームを用いた組立プロセスによって製造
される。第１のリードフレームは、複数本の第１のリードの夫々の外部リード部における
先端部分が枠体に支持され、複数本の第１のリードの夫々の中間部分がダムバーによって
互いに連結され、かつダムバーによって枠体に支持された構成になっている。一方、第２
のリードフレームは、複数本の第２のリードの夫々の外部リード部における先端部分がダ
ムバーによって互いに連結され、かつダムバーによって枠体に支持された構成になってい
る。即ち、第２のリードフレームにおいてはダムバーと枠体とで規定される領域に支持す
るものが何も存在しないため、剛性が低く、撓み易い。このため、第２のリードの内部リ
ード部を半導体チップの回路形成面に接着固定した後、後段の工程に第２のリードフレー
ムを搬送する際、半導体チップがふらつき、半導体チップが第２のリードフレームから脱
落するといった不具合が発生し易く、積層型半導体装置の歩留まりが低下する。
【００２３】
〔５〕積層型半導体装置では大量生産に好適なトランスファ・モールディング法によって
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樹脂封止体を形成している。トランスファ・モールディング法は、成形金型のキャビティ
内に樹脂を加圧注入して樹脂封止体を形成する方法である。樹脂としては、低応力化を図
るため、一般的に多数のフィラーが混入されたエポキシ系の熱硬化性樹脂が用いられる。
【００２４】
　一方、半導体チップは、主に、半導体基板と、この半導体基板の回路形成面上において
絶縁層、配線層の夫々を複数段積み重ねた多層配線層と、この多層配線層を覆うようにし
て形成された表面保護膜（最終保護膜）とを有する構成になっているため、半導体チップ
の裏面が凸面となる方向に半導体チップが反っている。このような状態の二つの半導体チ
ップを夫々の裏面同志を向い合わせた状態で積層した場合、図３２に示すように、二つの
半導体チップ７１の中心部から周辺部に向って徐々に広がる隙間７２が二つの半導体チッ
プ７１の間に形成される。
【００２５】
　従って、図３３に示すように、成形金型７５のキャビティ７６内に二つの半導体チップ
７１を配置し、キャビティ７６内に樹脂７７を加圧注入して樹脂封止体を形成する際、二
つの半導体チップ７１の間の隙間に樹脂７７が侵入する。しかしながら、樹脂７７にはフ
ィラーが混入されているため、フィラーの粒径より狭い隙間には樹脂７７が侵入せず、二
つの半導体チップ７１の間に空間７８が形成される。このような空間７８が二つの半導体
チップ７１の間に形成された場合、キャビティ７６内への樹脂の注入が終了した後、樹脂
中に巻き込まれた気泡を取り除くために注入時の圧力よりも高い圧力を加える時、空間７
８の部分を起点にして半導体チップ７１に亀裂が発生するため、積層型半導体装置の歩留
まりが低下する要因となる。
【００２６】
　本発明の目的は、半導体装置の歩留まりの向上を図ることが可能な技術を提供すること
にある。
　本発明の他の目的は、半導体装置の生産性の向上を図ることが可能な技術を提供するこ
とにある。
　本発明の目的は、半導体装置の信頼性の向上を図ることが可能な技術を提供することに
ある。
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によ
って明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記の
とおりである。
〔１〕樹脂封止体と、前記樹脂封止体の内部に位置し、表裏面のうちの表面に電極が形成
された第１の半導体チップ及び第２の半導体チップと、前記樹脂封止体の内外に亘って延
在し、前記第１の半導体チップの電極に電気的に接続される第１のリードと、前記樹脂封
止体の内外に亘って延在し、前記第２の半導体チップの電極に電気的に接続される第２の
リードとを有する半導体装置の製造方法であって、
　前記第１のリード、第２のリードの夫々の溶接部を重ね合わせた状態で前記樹脂封止体
を形成した後、前記第１のリード、第２のリードの夫々を溶接にて接合する。
　前記溶接は、前記第１のリード、第２のリードのうちの何れか一方の上方からレーザ光
を照射して行う。
【００２８】
〔２〕第１のリードフレームと第２のリードフレームとを重ね合わせた状態で、前記第１
のリードフレームの枠体に支持された第１のリードの内部リード部と、前記第２のリード
フレームの枠体に支持された第２のリードの内部リード部と、前記第１のリードの内部リ
ード部に接着固定され、かつ電極が前記第１のリードの内部リード部に電気的に接続され
た第１の半導体チップと、前記第２のリードの内部リード部に接着固定され、かつ電極が
前記第２のリードの内部リード部に電気的に接続された第２の半導体チップとを樹脂封止
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体で封止する工程と、
　前記第１のリード、第２のリードの夫々の外部リード部にメッキ処理を施す工程とを備
えた半導体装置の製造方法であって、
　前記樹脂封止体で封止する工程の後であって、前記メッキ処理を施す工程の前に、前記
第２のリードフレームの枠体を除去する工程を備える。
【００２９】
〔３〕半導体装置の製造方法であって、
　表裏面のうちの表面に電極が形成された第１の半導体チップ及び第２の半導体チップを
準備し、更に、第１の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リード部における先端部分が
前記第１の枠体に支持され、中間部分が第１のダムバーによって互いに連結され、かつ前
記第１のダムバーによって前記第１の枠体に支持された複数本の第１のリードと、前記第
１の枠体で囲まれた領域内に位置し、前記第１の枠体に支持された吊りリードとを有する
第１のリードフレームを準備し、更に、第２の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リー
ド部における先端部分が第２のダムバーによって互いに連結され、かつ前記第２のダムバ
ーによって前記第２の枠体に支持された複数本の第２のリードを有する第２のリードフレ
ームとを準備する工程と、
　前記第１の半導体チップの表面に前記第１のリードの内部リード部を接着固定し、前記
第２の半導体チップの表面に前記第２のリードの内部リード部を接着固定する工程と、
　前記第１の半導体チップの電極と前記第１のリードの内部リード部とを第１の導電性ワ
イヤで電気的に接続し、前記第２の半導体チップの電極と前記第２のリードの内部リード
部とを第２の導電性ワイヤで電気的に接続する工程と、
　前記第１の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々の裏面同志が向い合うように、前
記第１のリードフレーム、第２のリードフレームの夫々を重ね合わせた状態で、前記第１
の半導体チップ、第２の半導体チップ、第１のリードの内部リード部、第２のリードの内
部リード部、第１の導電性ワイヤ、第２の導電性ワイヤ及び吊りリードを樹脂封止体で封
止する工程とを備える。
【００３０】
〔４〕半導体装置の製造方法であって、
　表裏面のうちの表面に電極が形成された第１の半導体チップ及び第２の半導体チップを
準備し、
　更に、第１の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リード部における先端部分が前記第
１の枠体に支持され、中間部分が第１のダムバーによって互いに連結され、かつ前記第１
のダムバーによって前記第１の枠体に支持された複数本の第１のリードを有する第１のリ
ードフレームを準備し、
　更に、第２の枠体で囲まれた領域内に位置し、外部リード部における先端部分が第２の
ダムバーによって互いに連結され、かつ前記ダムバーによって前記第２の枠体に支持され
た複数本の第２のリードと、前記第２の枠体で囲まれた領域内に位置し、前記第２のダム
バー及び前記第２の枠体に支持された補強リードとを有する第２のリードフレームを準備
する工程と、
　前記第１の半導体チップの表面に前記第１のリードの内部リード部を接着固定し、前記
第２の半導体チップの表面に前記第２のリードの内部リード部を接着固定する工程と、
　前記第１の半導体チップの電極と前記第１のリードの内部リード部とを第１の導電性ワ
イヤで電気的に接続し、前記第２の半導体チップの電極と前記第２のリードの内部リード
部とを第２の導電性ワイヤで電気的に接続する工程と、
　前記第１の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々の裏面同志が向い合うように、前
記第１のリードフレーム、第２のリードフレームの夫々を重ね合わせた状態で、前記第１
の半導体チップ、第２の半導体チップ、第１のリードの内部リード部、第２のリードの内
部リード部、第１の導電性ワイヤ及び第２の導電性ワイヤを樹脂封止体で封止する工程と
を備える。
【００３１】
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〔５〕多数のフィラーが混入された樹脂を用いて形成される樹脂封止体と、前記樹脂封止
体の内部に位置し、表裏面のうちの表面に電極が形成された第１の半導体チップ及び第２
の半導体チップと、前記樹脂封止体の内外に亘って延在し、前記第１の半導体チップの電
極に電気的に接続される第１のリードと、前記樹脂封止体の内外に亘って延在し、前記第
２の半導体チップの電極に電気的に接続される第２のリードとを有し、前記第１の半導体
チップ、第２の半導体チップの夫々は、夫々の裏面同志を向い合わせた状態で積層される
半導体装置の製造方法であって、
　前記第１の半導体チップの裏面と前記第２の半導体チップの裏面との間に緩衝体が充填
された状態で、前記第１の半導体チップ、第２の半導体チップ、第１のリードの内部リー
ド部、第２のリードの内部リード部、第１の導電性ワイヤ及び第２の導電性ワイヤを成形
金型のキャビティ内に配置し、その後、前記キャビティ内に樹脂を加圧注入して前記樹脂
封止体を形成する。
【００３２】
〔６〕多数のフィラーが混入された樹脂を用いて形成される樹脂封止体と、前記樹脂封止
体の内部に位置し、表裏面のうちの表面に電極が形成された第１の半導体チップ及び第２
の半導体チップと、前記樹脂封止体の内外に亘って延在し、前記第１の半導体チップの電
極に電気的に接続される第１のリードと、前記樹脂封止体の内外に亘って延在し、前記第
２の半導体チップの電極に電気的に接続される第２のリードとを有し、前記第１の半導体
チップ、第２の半導体チップの夫々は、夫々の裏面同志を向い合わせた状態で積層される
半導体装置の製造方法であって、
　前記第１の半導体チップの裏面と前記第２の半導体チップの裏面との間に、前記フィラ
ーの最大粒径よりも広い間隔を持たせた状態で、前記第１の半導体チップ、第２の半導体
チップ、第１のリードの内部リード部及び第２のリードの内部リード部を成形金型のキャ
ビティ内に配置し、その後、前記キャビティ内に前記樹脂を加圧注入して前記樹脂封止体
を形成する。
【００３３】
　上述した手段〔１〕によれば、第１のリード、第２のリードの夫々を溶接する時、第１
の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々の表面（回路形成面）は樹脂封止体の樹脂で
覆われているので、溶接時に発生した飛散物（高温の溶融物）の飛来によって生じる第１
の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々の不良を防止することができる。この結果、
半導体装置の歩留まりの向上を図ることができる。
　また、第１のリード、第２のリードの夫々を溶接する時、第１の半導体チップ、第２の
半導体チップの夫々の表面（回路形成面）は樹脂封止体の樹脂で覆われているので、溶接
時に発生したアウトガス（リードに含まれていた不純物（例えば硫黄等）の蒸発物））の
付着によって生じる第１の半導体チップ、第２の半導体チップの夫々の表面劣化を防止す
ることができ、半導体チップと樹脂封止体の樹脂との接着力の低下を抑制することができ
る。この結果、半導体チップと樹脂封止体の樹脂との熱膨張係数の差に起因する熱応力に
よって両者の界面に剥離が発生し、樹脂封止体の樹脂に含まれている水分が剥離部に溜り
、溜った水分が製品完成後の環境試験である温度サイクル試験時の熱や実装基板に半田付
け実装する時の半田リフロー熱によって気化膨張し、樹脂封止体にもたらす亀裂を防止す
ることができるので、半導体装置の信頼性の向上を図ることができる。
　また、第１のリード、第２のリードの夫々の接合部は樹脂封止体によって互いに密着し
た状態に保持されているので、第１のリードと第２のリードとを固定治具によって押える
必要がない。この結果、半導体装置の生産性の向上を図ることができる。
【００３４】
　上述した手段〔２〕によれば、第１のリード、第２のリードの夫々の外部リード部にメ
ッキ処理を施す際、前段の工程の処理液（薬液）が後段の工程の処理液に持ち込まれる量
を低減することができるので、処理液の持込みによるメッキ不良を抑制することができる
。この結果、半導体装置の歩留まりの向上を図ることができる。
　また、前段の工程の処理液（薬液）が後段の工程の処理液に持ち込まれる量を低減する
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ことができるので、後段の各工程における処理液の交換回数を低減することができる。こ
の結果、半導体装置の生産性の向上を図ることができる。
【００３５】
　上述した手段〔３〕によれば、樹脂封止体の内部には重ね合った二つの吊りリードによ
る合わせ面が存在しないので、合わせ面を通して外部から樹脂封止体の内部に水分が侵入
し、半導体チップの電極とワイヤとの接続部、リードの内部リード部とワイヤとの接続部
等が腐食するといった不具合を抑制することができる。この結果、半導体装置の信頼性の
向上を図ることができる。
【００３６】
　上述した手段〔４〕によれば、第２のリードフレームの剛性が補強リードによって向上
しているので、第２のリードの内部リード部を半導体チップの回路形成面に接着固定した
後、後段の工程に第２のリードフレームを搬送する際、半導体チップがふらつき、半導体
チップが第２のリードフレームから脱落するといった不具合の発生を抑制することができ
る。この結果、半導体装置の歩留まりの向上を図ることができる。
【００３７】
　上述した手段〔５〕によれば、樹脂封止体を形成する際、第１の半導体チップの裏面と
第２の半導体チップの裏面との間には緩衝体が充填されているので、半導体チップの裏面
と半導体チップの裏面との間に樹脂封止体の樹脂が侵入することはない。従って、樹脂に
混入されたフィラーによる空間が第１の半導体チップと第２の半導体チップとの間に発生
しないので、樹脂中に巻き込まれた気泡を取り除くため、キャビティ内への樹脂の注入が
終了した後、注入時の圧力よりも高い圧力を加えた時に空間の部分を起点にして発生する
第１及び第２半導体チップの亀裂を防止することができる。この結果、半導体装置の歩留
まりの向上を図ることができる。
【００３８】
　上述した手段〔６〕によれば、樹脂封止体を形成する際、第１の半導体チップの裏面と
第２の半導体チップの裏面との間の樹脂の通りが良くなるので、樹脂に混入されたフィラ
ーによる空間は第１の半導体チップの裏面と第２の半導体チップの裏面との間に発生しな
い。従って、樹脂中に巻き込まれた気泡を取り除くため、成形金型のキャビティ内への樹
脂の注入が終了した後、注入時の圧力よりも高い圧力を加えた時に空間の部分を起点にし
て発生する第１及び第２の半導体チップの亀裂を防止することができる。この結果、半導
体装置の歩留まりの向上を図ることができる。
【発明の効果】
【００３９】
　本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば、下記のとおりである。
　本発明によれば、半導体装置の歩留まりの向上を図ることが可能となる。
　本発明によれば、半導体装置の生産性の向上を図ることが可能となる。
　本発明によれば、半導体装置の信頼性の向上を図ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、発明の実施の形態
を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返し
の説明は省略する。
【００４１】
　（実施形態１）
　本実施形態では、二方向リード配列構造であるＴＳＯＰ(Ｔhin Ｓmall Ｏut-line Ｐac
kage）型の半導体装置に本発明を適用した例について説明する。
　図１は本発明の実施形態１である半導体装置の樹脂封止体の上部を除去した状態の平面
図であり、図２は前記半導体装置の樹脂封止体の下部を除去した状態の底面図であり、図
３は図１のａ－ａ線に沿う断面図であり、図４は図３の一部を拡大した断面図であり、図
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５は前記半導体装置の要部断面図であり、図６は前記半導体装置に組み込まれた半導体チ
ップの概略構成を示す要部断面図である。
　なお、図１及び図２において、図１に示す左側のリード群は図２に示す右側のリード群
と対応し、図１に示す右側のリード群は図２に示す左側のリード群と対応する。
【００４２】
　図１、図２及び図３に示すように、本実施形態の半導体装置２０は、半導体チップ１５
、半導体チップ１６の夫々を上下方向に積層し、この半導体チップ１５、半導体チップ１
６の夫々を一つの樹脂封止体１９で封止した構成になっている。半導体チップ１５，１６
の夫々は、夫々の表裏面（互いに対向する一主面及び他の主面）のうちの裏面（他の主面
）同志を向い合わせた状態で積層されている。
【００４３】
　半導体チップ１５，１６の夫々は同一の外形寸法で形成されている。また、半導体チッ
プ１５，１６の夫々の平面形状は方形状で形成され、本実施形態においては長方形で形成
されている。この半導体チップ１５，１６の夫々には、記憶回路システムとして、例えば
６４メガビットのＤＲＡＭ（Ｄynamic Ｒandum Ａccess Ｍemory）が内蔵されている。
【００４４】
　半導体チップ１５，１６の夫々は、図６に示すように、主に、半導体基板Ａ１と、この
半導体基板Ａ１の回路形成面上において絶縁層、配線層の夫々を複数段積み重ねた多層配
線層Ａ２と、この多層配線層Ａ２を覆うようにして形成された表面保護膜（最終保護膜）
Ａ３とを有する構成になっている。半導体基板Ａ１は例えば単結晶シリコンで形成され、
絶縁層は例えば酸化シリコン膜で形成され、配線層は例えばアルミニウム（Ａｌ）又はア
ルミニウム合金等の金属膜で形成されている。また、表面保護膜Ａ３は、例えば、メモリ
における耐α線強度の向上を図ることができ、樹脂封止体１９の樹脂との接着性の向上を
図ることができるポリイミド系の樹脂で形成されている。
【００４５】
　図１、図３及び図６に示すように、半導体チップ１５の表裏面（互いに対向する一主面
及び他の主面）のうちの表面（一主面）である回路形成面１５Ｘの中央部には、その長辺
方向に沿って配列された複数個の電極（ボンディングパッド）ＢＰ１が形成されている。
複数個の電極ＢＰ１の夫々は、半導体チップ１５の多層配線層Ａ２のうちの最上層の配線
層に形成されている。最上層の配線層はその上層に形成された表面保護膜Ａ３で覆われ、
この表面保護膜Ａ３には電極ＢＰ１の表面を露出するボンディング開口Ａ４が形成されて
いる。
【００４６】
　図２、図３及び図６に示すように、半導体チップ１６の表裏面（互いに対向する一主面
及び他の主面）のうちの表面（一主面）である回路形成面１６Ｘの中央部には、その長辺
方向に沿って配列された複数個の電極（ボンディングパッド）ＢＰ２が形成されている。
複数個の電極ＢＰ２の夫々は、半導体チップ１６の多層配線層Ａ２のうちの最上層の配線
層に形成されている。最上層の配線層はその上層に形成された表面保護膜Ａ３で覆われ、
この表面保護膜Ａ３には電極ＢＰ２の表面を露出するボンディング開口Ａ４が形成されて
いる。
【００４７】
　半導体チップ１５に内蔵されたＤＲＡＭの回路パターンは、半導体チップ１６に内蔵さ
れたＤＲＡＭの回路パターンと同一パターンで構成されている。また、半導体チップ１５
の回路形成面１５Ｘに形成された電極ＢＰ１の配置パターンは、半導体チップ１６の回路
形成面１６Ｘに形成された電極ＢＰ２の配置パターンと同一パターンで構成されている。
即ち、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々は、同一構造で構成されている。
【００４８】
　図１、図２及び図３に示すように、樹脂封止体１９の平面形状は方形状で形成され、本
実施形態においては長方形で形成されている。この樹脂封止体１９の互いに対向する二つ
の長辺の夫々の辺側には、夫々の長辺に沿って配列された複数本のリード３及び複数本の
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リード４が配置されている。複数本のリード３及び複数本のリード４の夫々は、樹脂封止
体１９の内外に亘って延在し、樹脂封止体１９の内部に位置する内部リード部と樹脂封止
体１９の外部に位置する外部リード部とを有する構成になっている。複数本のリード３の
夫々の外部リード部は面実装型リード形状の一つであるガルウィング型リード形状に折り
曲げ成形されている。複数本のリード４の夫々の外部リード部はリード３の外部リード部
よりも短い長さで形成されている。
【００４９】
　リード３、リード４の夫々は、夫々の一部を上下方向（半導体チップの積層方向）に互
いに重ね合わせた状態で積層されている。リード３、リード４の夫々の一部は樹脂封止体
１９の内外に亘って延在し、樹脂封止体１９の外部においてレーザ溶接による溶融接合に
よって電気的にかつ機械的に接続されている。即ち、リード３の外部リード部は、二つの
半導体チップ（１５，１６）が共用する外部接続用端子として用いられている。
【００５０】
　複数本のリード３の夫々の外部リード部には端子名が付けられている。Ｖｃｃ端子は電
源電位（例えば５［Ｖ］）に電位固定される電源電位端子である。Ｖｓｓ端子は基準電位
（例えば０［Ｖ］）に電位固定される基準電位端子である。ＩＯ／０Ａ端子、ＩＯ／０Ｂ
端子、ＩＯ／１Ａ端子、ＩＯ／１Ｂ端子、ＩＯ／２Ａ端子、ＩＯ／２Ｂ端子、ＩＯ／３Ａ
端子及びＩＯ／３Ｂ端子はデータ入出力端子である。Ａ０～Ａ１２端子はアドレス入力端
子である。ＲＡＳ端子はロウアドレスストローブ端子である。ＣＡＳ端子はカラムアドレ
スストローブ端子である。ＷＥ端子はリード／ライトイネーブル端子である。ＯＥ端子は
出力イネーブル端子である。ＮＣ端子は空き端子である。
【００５１】
　アドレス入力端子（Ａ０～Ａ１２）であるリード３、ＲＡＳ端子であるリード３、ＣＡ
Ｓ端子であるリード３、ＯＥ端子であるリード３の夫々は、図１に示すように、樹脂封止
体１９の内部に位置する内部リード部が、半導体チップ１５の回路形成面１５Ｘに絶縁性
のフィルム９を介して接着固定されていると共に、その回路形成面１５Ｘの電極ＢＰ１に
導電性のワイヤ１７を介して電気的に接続されている。
【００５２】
　Ｖｃｃ端子であるリード３、Ｖｓｓ端子であるリード３の夫々は、図１に示すように、
樹脂封止体１９の内部に位置する内部リード部が、半導体チップ１５の回路形成面１５Ｘ
上に配置されたバスバーリード７と一体化されている。バスバーリード７は、電極ＢＰ１
の配列方向に沿って、他のリード３の内部リード部の先端部と電極ＢＰ１との間を延在し
ている。バスバーリード７は、半導体チップ１５の回路形成面１５Ｘに絶縁性のフィルム
９を介して接着固定された分岐リードと一体化され、この分岐リードは半導体チップ１５
の電極ＢＰ１に導電性のワイヤ１７を介して電気的に接続されている。
【００５３】
　ＩＯ／０Ａ端子、ＩＯ／１Ａ端子、ＩＯ／２Ａ端子、ＩＯ／３Ａ端子である夫々のリー
ド３は、図１に示すように、樹脂封止体１９の内部に位置する内部リード部が、半導体チ
ップ１５の回路形成面１５Ｘに絶縁性のフィルム９を介して接着固定されていると共に、
その回路形成面１５Ｘの電極ＢＰ１に導電性のワイヤ１７を介して電気的に接続されてい
る。
【００５４】
　ＩＯ／０Ｂ端子、ＩＯ／１Ｂ端子、ＩＯ／２Ｂ端子、ＩＯ／３Ｂ端子である夫々のリー
ド３は、図１に示すように、樹脂封止体１９の内部に位置する内部リード部が半導体チッ
プ１５の外周囲の外側に配置され、半導体チップ１５の電極ＢＰ１に対して電気的に接続
されていない。
【００５５】
　Ａ０端子～Ａ１２端子である夫々のリード３と接続されたリード４、ＲＡＳ端子である
リード３と接続されたリード４、ＣＡＳ端子であるリード３と接続されたリード４、ＷＥ
端子であるリード３と接続されたリード４、ＯＥ端子であるリード３と接続されたリード
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４は、図２に示すように、樹脂封止体１９の内部に位置する内部リード部が、半導体チッ
プ１６の回路形成面１６Ｘに絶縁性のフィルム１０を介して接着固定されていると共に、
その回路形成面１６Ｘの電極ＢＰ２に導電性のワイヤ１８を介して電気的に接続されてい
る。
【００５６】
　Ｖｃｃ端子であるリード３と接続されたリード４、Ｖｓｓ端子であるリード３と接続さ
れたリード４の夫々は、図２に示すように、樹脂封止体１９の内部に位置する内部リード
部が、半導体チップ１６の回路形成面１６Ｘ上に配置されたバスバーリード８と一体化さ
れている。バスバーリード８は、電極ＢＰ２の配列方向に沿って、他のリード４の内部リ
ード部の先端部と電極ＢＰ２との間を延在している。バスバーリード８は、半導体チップ
１６の回路形成面１６Ｘに絶縁性のフィルム１０を介して接着固定された分岐リードと一
体化され、この分岐リードは半導体チップ１６の電極ＢＰ２に導電性のワイヤ１８を介し
て電気的に接続されている。
【００５７】
　ＩＯ／０Ｂ端子、ＩＯ／１Ｂ端子、ＩＯ／２Ｂ端子、ＩＯ／３Ｂ端子である夫々のリー
ド３と接続された夫々のリード４は、図２に示すように、樹脂封止体１９の内部に位置す
る内部リード部が、半導体チップ１６の回路形成面１６Ｘに絶縁性のフィルム１０を介し
て接着固定されていると共に、その回路形成面１６Ｘの電極ＢＰ２に導電性のワイヤ１８
を介して電気的に接続されている。
【００５８】
　ＩＯ／０Ａ端子、ＩＯ／１Ａ端子、ＩＯ／２Ａ端子、ＩＯ／３Ａ端子である夫々のリー
ド３と接続された夫々のリード４は、図２に示すように、樹脂封止体１９の内部に位置す
る内部リード部が半導体チップ１６の外周囲の外側に配置され、半導体チップ１６の電極
ＢＰ１に対して電気的に接続されていない。
【００５９】
　即ち、本実施形態の半導体装置２０は、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々を
上下に積層した積層構造で構成されていると共に、半導体チップ１５の回路形成面１５Ｘ
上にリード３及びバスバーリード７を配置し、半導体チップ１６の回路形成面１６Ｘ上に
リード４及びバスバーリード８を配置したＬＯＣ（Ｌead Ｏn Ｃhip）構造で構成されて
いる。
【００６０】
　複数本のリード３のうち、半導体チップ１５の電極ＢＰ１に電気的に接続されたリード
３の内部リード部は、図４に示すように、主に、半導体チップ１５の一辺を横切ってその
回路形成面１５Ｘ上を延在する第１の部分３Ａと、この第１の部分３Ａから半導体チップ
１５の裏面側に折れ曲がる第２の部分３Ｂと、この第２の部分３Ｂから第１の部分３Ａと
同一方向に延びる第３の部分３Ｃとを有する構成になっている。第１の部分３Ａは半導体
チップ１５の回路形成面１５Ｘに絶縁性のフィルム９を介して接着固定され、その先端部
分は半導体チップ１５の電極ＢＰ１の近傍に配置されている。第３の部分３Ｃは樹脂封止
体１９の内外に亘って延在し、この第３の部分３Ｃのうち、樹脂封止体１９から突出する
部分はガルウィング型リード形状に折り曲げ成形された外部リード部の肩部分（根元部分
）を構成している。
【００６１】
　複数本のリード４のうち、半導体チップ１６の電極ＢＰ２に電気的に接続されたリード
４の内部リード部は、図４に示すように、主に、半導体チップ１６の一辺を横切ってその
回路形成面１６Ｘ上を延在する第１の部分４Ａと、この第１の部分４Ａから半導体チップ
１６の裏面側に折れ曲がる第２の部分４Ｂと、この第２の部分４Ｂから第１の部分４Ａと
同一方向に延びる第３の部分４Ｃとを有する構成になっている。第１の部分４Ａは半導体
チップ１６の回路形成面１６Ｘに絶縁性のフィルム１０を介して接着固定され、その先端
部分は半導体チップ１６の電極ＢＰ２の近傍に配置されている。第３の部分４Ｃは樹脂封
止体１９の内外に亘って延在し、この第３の部分４Ｃのうち、樹脂封止体１９から突出す
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る部分は外部リード部として構成されている。
【００６２】
　なお、複数本のリード３のうち、半導体チップ１５の電極ＢＰ１に電気的に接続されな
いリード３の内部リード部は、第３の部分３Ｃを主体とする構成になっている。また、複
数本のリード４のうち、半導体チップ１６の電極ＢＰ２に電気的に接続されないリード４
の内部リード部は、第３の部分４Ｃを主体とする構成になっている。
【００６３】
　リード３、リード４の夫々の第３の部分（３Ｃ，４Ｃ）は上下方向に重ね合わされ、樹
脂封止体１９の外部において溶接によって接合されている。溶接は樹脂封止体１９から離
れた位置で行なわれ、具体的には第３の部分４Ｃの先端部分Ｓにて行なわれている。溶接
は、後で詳細に説明するが、樹脂封止体１９を形成した後、リード４の外部リード部の上
方からその先端部分Ｓにレーザ光を照射して行なわれる。
【００６４】
　リード３の第１の部分３Ａのワイヤ接続部及びリード４の第１の部分４Ａのワイヤ接続
部には、リードとワイヤ（１７，１８）とのボンダビリティの向上を図るため、例えば無
電解メッキ法によって形成された銀（Ａｇ）膜からなる金属層１３が設けられ、この金属
層１３を介してワイヤ（１７，１８）が接続されている。なお、金属層１３は、バスバー
リード（７，８）に連結された分岐リードのワイヤ接続部にも設けられている。
【００６５】
　リード３、リード４の夫々の外部リード部は、実装時の半田濡れ性の向上や耐腐食性の
向上を図るため、例えば鉛（Ｐｂ）－錫（Ｓｎ）組成の材料からなる導電性被膜１４で被
覆されている。導電性被膜１４は、後で詳細に説明するが、膜厚の制御性が高く、微細化
されたリードに好適な電解メッキ法で形成される。
【００６６】
　半導体チップ１５の互いに対向する二つの短辺の夫々の外側には、図１に示すように、
樹脂封止体１９の内部に位置する吊りリード１１が配置されている。吊りリード１１は、
半導体装置２０の組立プロセスにおいて、リードフレームの枠体に樹脂封止体１９を支持
するためのものである。吊りリード１１は、後で詳細に説明するが、二枚のリードフレー
ムのうちの一方のリードフレームに設けられ、他方のリードフレームには設けられていな
い。即ち、図５に示すように、樹脂封止体１９の内部には、二つの吊りリードを重ね合わ
せることによって形成される合わせ面が存在していない。
【００６７】
　樹脂封止体１９は、低応力化を図る目的として、例えば、フェノール系硬化剤、シリコ
ーンゴム及びフィラー等が添加されたエポキシ系の樹脂で形成されている。シリコーンゴ
ムはエポキシ系の樹脂の弾性率及び熱膨張率を低下させる作用がある。フィラーは球形の
酸化シリコン粒で形成されており、同様に熱弾性率を低下させる作用がある。樹脂封止体
１９は、大量生産に好適なトランスファ・モールディング法で形成されている。トランス
ファ・モールディング法は、ポット、ランナー、流入ゲート及びキャビティ等を備えた成
形金型（モールド金型）を使用し、ポットからランナー及び流入ゲートを通してキャビテ
ィ内に樹脂を加圧注入して樹脂封止体を形成する方法である。
【００６８】
　なお、絶縁性のフィルム（９，１０）としては、例えば、ポリイミド系の樹脂からなる
樹脂基材の両面（表面及び裏面）にポリイミド系の樹脂からなる接着層が形成された樹脂
フィルムを用いている。また、導電性のワイヤ（１７，１８）としては、例えば金（Ａｕ
）ワイヤを用いている。また、ワイヤの接続方法としては、例えば熱圧着に超音波振動を
併用したボンディング法を用いている。
【００６９】
　本実施形態の半導体装置２０において、リード３の内部リード部は半導体チップ１５の
回路形成面１５Ｘに絶縁性のフィルム９を介して接着固定され、リード４の内部リード部
は半導体チップ１６の回路形成面１６Ｘに絶縁性のフィルム１０を介して接着固定されて
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いる。また、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々は、夫々の裏面同志を向い合わ
せた状態で積層されている。
【００７０】
　このような構成にすることにより、半導体チップ１５と半導体チップ１６との間にはリ
ード３及びリード４が存在しないため、従来の半導体装置のように一方の半導体チップと
他方の半導体チップとの間にリードを配置した場合に比べて、半導体チップ１５と半導体
チップ１６との間隔を狭くすることができるので、これに相当する分、樹脂封止体１９の
厚さを薄くすることができる。
【００７１】
　また、半導体チップ１５と半導体チップ１６との間にはリード３及びリード４が存在し
ないため、従来の半導体装置のように一方の半導体チップと他方の半導体チップとの間に
リードを配置した場合に比べて、リード３に付加される浮遊容量（チップ／リード間容量
）のうち、半導体チップ１６とで生じる浮遊容量を実質的に排除することができ、また、
リード４に付加される浮遊容量（チップ／リード間容量）のうち、半導体チップ１５とで
生じる浮遊容量を実質的に排除することができるので、半導体チップ１５の回路形成面１
５Ｘに絶縁性のフィルム９を介して接着固定されたリード３と、半導体チップ１６の回路
形成面１６Ｘに絶縁性のフィルム１０を介して接着固定されたリード４からなる一本のリ
ードに付加される浮遊容量を低減することができる。
【００７２】
　本実施形態の半導体装置２０において、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々は
、夫々の裏面同志を向い合わせた状態で積層されている。また、リード３は、半導体チッ
プ１５の一辺を横切ってその回路形成面１５Ｘ上を延在する第１の部分３Ａと、この第１
の部分３Ａから半導体チップ１５の裏面側に折れ曲がる第２の部分３Ｂと、この第２の部
分３Ｂから第１の部分３Ａと同一方向に延びる第３の部分３Ｃとを有する構成になってい
る。また、リード４は、半導体チップ１６の一辺を横切ってその回路形成面１６Ｘ上を延
在する第１の部分４Ａと、この第１の部分４Ａから半導体チップ１６の裏面側に折れ曲が
る第２の部分４Ｂと、この第２の部分４Ｂから第１の部分４Ａと同一方向に延びる第３の
部分４Ｃとを有する構成になっている。また、リード３，４の夫々の第３の部分（３Ｃ，
４Ｃ）は、樹脂封止体１９の内外に亘って延在し、互いに重なり合っている。
【００７３】
　このような構成にすることにより、リード３，４の夫々は樹脂封止体１９の内部におい
て分岐され、リード３とリード４との合わせ面が半導体チップ（１５，１６）まで到達し
ていないので、リード３とリード４との合わせ面を通して外部から樹脂封止体１９の内部
に水分が深く侵入するのを防止することができる。
【００７４】
　本実施形態の半導体装置２０において、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々は
、回路形成面（１５Ｘ，１６Ｘ）の中央部にその長辺方向に沿って複数の電極（ＢＰ１，
ＢＰ２）を配列した構成になっている。
【００７５】
　このような構成にすることにより、半導体チップ１５，１６の夫々を夫々の裏面同志が
向い合うように積層しても、半導体チップ１５，１６の夫々の同一機能の電極が対向する
状態となるので、半導体チップ１５の電極（例えば、アドレス信号Ａ０が印加される電極
）ＢＰ１に電気的に接続されたリード３と、半導体チップ１６の電極（例えば、アドレス
信号Ａ０が印加される電極）ＢＰ２に電気的に接続されたリード４とを容易に接合するこ
とができる。
【００７６】
　このように構成された半導体装置２０は、二枚のリードフレームを用いた組立プロセス
によって製造される。
【００７７】
　次に、半導体装置２０の製造に用いられる二枚のリードフレームの構成について図７乃
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至図１０を用いて説明する。
　図７は第１のリードフレームの平面図であり、図８は図７の一部を拡大した平面図であ
り、図９は第２のリードフレームの平面図であり、図１０は図９の一部を拡大した平面図
である。なお、実際のリードフレームは複数の半導体チップを搭載できるように多連構造
になっているが、図面を見易くするため、図７及び図８は一つの半導体チップが搭載され
る一個分の領域を示している。
【００７８】
　図７に示すように、第１のリードフレームＬＦ１は、平面形状が長方形の枠体１で囲ま
れた領域内に、複数本（本実施形態では３２本）のリード３、四本のバスバーリード７、
複数枚（本実施形態では８枚）の絶縁性フィルム９及び二つの吊りリード１１等を配置し
た構成になっている。
【００７９】
　複数本のリード３の夫々は、樹脂封止体で封止される内部リード部と樹脂封止体の外部
に導出される外部リード部とを有する構成になっている。この複数本のリード３の夫々は
二つのリード群に分割されている。一方のリード群の夫々のリード３は、枠体１の互いに
対向する二つの長辺枠部のうちの一方の長辺枠部の延在方向に沿って配列され、この一方
の長辺枠部に外部リード部における先端部分が一体化され支持されている。他方のリード
群の夫々のリード３は、枠体１の互いに対向する二つの長辺枠部のうちの他方の長辺枠部
の延在方向に沿って配列され、この他方の長辺枠部に外部リード部における先端部分が一
体化され支持されている。一方及び他方のリード群の夫々のリード３は、中間部がダムバ
ー５によって互いに連結され、かつダムバー５によって枠体１に一体化され支持されてい
る。即ち、リードフレームＬＦ１は、複数本のリード３を図７の上下方向に沿って二列に
配列する二方向リード配列構造で構成されている。
【００８０】
　四本のバスバーリード７のうち、二本のバスバーリード７は、枠体１の一方の長辺枠部
の延在方向に沿って配列された複数本のリード３のうちの初段、中段及び終段に位置する
リード３に連結され、これらのリード３の内部リード部と一体化されている。四本のバス
バーリード７のうち、他の二本のバスバーリード７は、枠体１の他方の長辺枠部の延在方
向に沿って配列された複数本のリード３のうちの初段、中段及び終段に位置するリード３
に連結され、これらのリード３の内部リード部と一体化されている。
【００８１】
　複数枚の絶縁性フィルム９の夫々は、複数本のリード３を跨るようにして延在し、これ
らのリード３の内部リード部のワイヤボンディング面と対向する裏面に接着固定されてい
る。
【００８２】
　二つの吊りリード１１の夫々は、枠体１の互いに対向する二つの短辺枠部の夫々に一体
化され支持されている。
【００８３】
　複数本のリード３のうち、半導体チップ（１５）の電極に電気的に接続されるリード３
の内部リード部は、図４に示すように、半導体チップ１５の一辺を横切ってその回路形成
面１５Ｘ上を延在する第１の部分３Ａと、この第１の部分３Ａから半導体チップ１５の裏
面側に折れ曲がる第２の部分３Ｂと、この第２の部分３Ｂから第１の部分３Ａと同一方向
に延びる第３の部分３Ｃとを有する構成になっている。
【００８４】
　ダムバー５は、後で詳細に説明するが、トランスファ・モールディング法に基づいて樹
脂封止体を形成する際、溶融樹脂がキャビティの外部に漏出するのを防止するためのもの
である。リードフレームＬＦ１のダムバー５は、図８に示すように、二つの切断部分（連
結部分）５Ｂと、この二つの切断部分５Ｂで挾まれた中間部分５Ａとを有する構成になっ
ており、二つの切断部分５Ｂ及び中間部分５Ａは同一の幅で形成されている。
【００８５】
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　第１のリードフレームＬＦ１は、例えば鉄（Ｆｅ）－ニッケル（Ｎｉ）系の合金材（例
えばＮｉ含有率４２又は５０［％］）からなる金属板にエッチング加工又はプレス加工を
施して所定のリードパターンを形成した後、リード３の内部リード部に折り曲げ加工を施
すことによって形成される。
【００８６】
　図９に示すように、第２のリードフレームＬＦ２は、平面形状が長方形の枠体２で囲ま
れた領域内に、複数本（本実施形態では３２本）のリード４、四本のバスバーリード８、
複数枚（本実施形態では８枚）の絶縁性フィルム１０及び補強リード１２等を配置した構
成になっている。
【００８７】
　複数本のリード４の夫々は、樹脂封止体で封止される内部リード部と樹脂封止体の外部
に導出される外部リード部とを有する構成になっている。この複数本のリード４の夫々は
二つのリード群に分割されている。一方のリード群の夫々のリード４は、枠体２の互いに
対向する二つの長辺枠部のうちの一方の長辺枠部の延在方向に沿って配列されている。他
方のリード群の夫々のリード４は、枠体２の互いに対向する二つの長辺枠部のうちの他方
の長辺枠部の延在方向に沿って配列されている。一方及び他方のリード群の夫々のリード
４は、外部リード部における先端部分がダムバー６によって互いに連結され、かつダムバ
ー６によって枠体２に一体化され支持されている。即ち、リードフレームＬＦ２は、複数
本のリード４を図９の上下方向に沿って二列に配列する二方向リード配列構造で構成され
ている。
【００８８】
　四本のバスバーリード８のうち、二本のバスバーリード８は、枠体２の一方の長辺枠部
の延在方向に沿って配列された複数本のリード４のうちの初段、中段及び終段に位置する
リード４に連結され、これらのリード４の内部リード部と一体化されている。四本のバス
バーリード８のうち、他の二本のバスバーリード８は、枠体２の他方の長辺枠部の延在方
向に沿って配列された複数本のリード４のうちの初段、中段及び終段に位置するリード４
に連結され、これらのリード４の内部リード部と一体化されている。
【００８９】
　複数枚の絶縁性フィルム１０の夫々は、複数本のリード４を跨るようにして延在し、こ
れらのリード４の内部リード部のワイヤボンディング面と対向する裏面に接着固定されて
いる。
【００９０】
　複数本のリード４のうち、半導体チップ（１６）の電極に電気的に接続されるリード４
の内部リード部は、図４に示すように、半導体チップ１６の一辺を横切ってその回路形成
面１６Ｘ上を延在する第１の部分４Ａと、この第１の部分４Ａから半導体チップ１６の裏
面側に折れ曲がる第２の部分４Ｂと、この第２の部分４Ｂから第１の部分４Ａと同一方向
に延びる第３の部分４Ｃとを有する構成になっている。
【００９１】
　ダムバー６は、後で詳細に説明するが、トランスファ・モールディング法に基づいて樹
脂封止体を形成する際、溶融樹脂がキャビティの外部に漏出するのを防止するためのもの
である。リードフレームＬＦ２のダムバー６は、図１０に示すように、二つの切断部分（
連結部分）６Ｂと、この二つの切断部分６Ｂで挾まれた中間部分６Ａとを有する構成にな
っている。中間部分６ＡはリードフレームＬＦ１のダムバー５の幅よりも広い幅で形成さ
れ、切断部分６ＢはリードフレームＬＦ１のダムバー５の幅よりも狭い幅で形成されてい
る。
【００９２】
　二つの補強リード１２のうち、一方の補強リード１２は、図９に示すように、ダムバー
６と枠体２の一方の長辺枠部とで規定された領域内に配置されている。この一方の補強リ
ード１２は、複数のダムバー６のうちの幾つかのダムバー６及び枠体２の一方の長辺枠部
の複数個所に連結され支持されている。二つの補強リード１２のうち、他方の補強リード
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１２は、図９に示すように、ダムバー６と枠体２の他方の長辺枠部とで規定された領域内
に配置されている。この他方の補強リード１２は、複数のダムバー６のうち幾つかのダム
バー６及び枠体２の他方の長辺枠部の複数個所に連結され支持されている。即ち、第２の
リードフレームＬＦ２は補強リード１２によって剛性が向上しており、ダムバーと枠体の
長辺枠部とで規定される領域に支持するものが何も存在しないリードフレームに比べて撓
み難くなっている。
【００９３】
　補強リード１２は、図１０に示すように、ダムバー６の中間部分６Ａに連結されている
。従って、補強リード１２が連結されたダムバー６の中間部分６Ａの幅は第１リードフレ
ームＬＦ１のダムバー５の幅より広くなる。
【００９４】
　第２のリードフレームＬＦ２は、例えば鉄（Ｆｅ）－ニッケル（Ｎｉ）系の合金材（例
えばＮｉ含有率４２又は５０［％］）からなる金属板にエッチング加工又はプレス加工を
施して所定のリードパターンを形成した後、リード４の内部リード部に折り曲げ加工を施
すことによって形成される。
【００９５】
　第１のリードフレームＬＦ１、第２のリードフレームＬＦ２の夫々は、後で詳細に説明
するが、半導体チップの電極とリードの内部リード部とを導電性のワイヤで電気的に接続
した後、夫々の裏面同志を重ね合わせた状態で使用される。従って、図７の左側のリード
群は図９の右側のリード群と重なるように構成され、図７の右側のリード群は図９の左側
のリード群と重なるように構成されている。また、図７の左側のダムバー５は図９の右側
のダムバー６と重なるように構成され、図７の右側のダムバー５は図９の左側のダムバー
６と重なるように構成されている。
【００９６】
　なお、第１のリードフレームＬＦ１、第２のリードフレームＬＦ２の夫々の主要部の寸
法は、これに限定されないが、以下の通りである。
　リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々の板厚は０．１［ｍｍ］程度である。ダムバーの
近傍におけるリード（３，４）の配列ピッチは１．２７［ｍｍ］程度である。ダムバーの
近傍におけるリード（３，４）の幅は０．３～０．４［ｍｍ］程度である。ダムバー５の
幅は０．１５［ｍｍ］程度である。ダムバー６の切断部分６Ｂの幅は０．１３［ｍｍ］程
度であり、補強リード１２が連結されないダムバー６の中間部分６Ａの幅は０．５５［ｍ
ｍ］程度である。
【００９７】
　ところで、半導体装置２０の樹脂封止体１９は、後で詳細に説明するが、リードフレー
ムＬＦ１、ＬＦ２の夫々を重ね合わせた状態で形成される。従って、ダムバー切断工程で
は重なり合った二つのダムバー（５，６）を同時に切断する必要があるため、ダムバーの
切断が難しくなるが、本実施形態のように、リードフレームＬＦ２のダムバー６の切断部
分６Ｂの幅をリードフレームＬＦ１のダムバー５の切断部５Ｂの幅よりも狭くすることに
より、重なり合った二つのダムバーの同時切断を容易に行うことができる。
【００９８】
　次に、半導体装置２０の製造方法について、図１１乃至図２４を用いて説明する。
　図１１はワイヤボンディング工程を説明するための要部断面図であり、図１２は第１及
び第２のリードフレームを重ね合わせた状態を示す要部平面図であり、図１３乃至図１６
は封止工程を説明するための要部断面図であり、図１７は封止工程が施された後の状態を
示す底面図であり、図１８は封止工程が施された後の状態を示す断面図であり、図１９は
半導体装置の製造に用いられるレーザ装置の概略構成を説明するためのブロック図であり
、図２０は接合工程を説明するための要部底面図であり、図２１は接合工程が施された後
の状態を示す要部斜視図であり、図２２は第２のリードフレームの枠体を除去した後の状
態を示す底面図であり、図２３は第２のリードフレームの枠体を除去した後の状態を示す
断面図であり、図２４はメッキ工程を説明するためのフローチャートである。
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　なお、図１４は図１２のｂ－ｂ線に沿う位置での要部断面図であり、図１５は図１２の
ｃ－ｃ線に沿う位置での要部断面図であり、図１６は図１２のｄ－ｄ線に沿う位置での要
部断面図である。
【００９９】
　まず、同一構造の半導体チップ１５及び半導体チップ１６を準備すると共に、図７に示
すリードフレームＬＦ１及び図９に示すリードフレームＬＦ２を準備する。
【０１００】
　次に、リードフレームＬＦ１に半導体チップ１５を接着固定し、更に、リードフレーム
ＬＦ２に半導体チップ１６を接着固定する。リードフレームＬＦ１と半導体チップ１５と
の接着固定は、半導体チップ１５の回路形成面１５Ｘに、絶縁性のフィルム９を介在して
、リード３の第１の部分３Ａ及びバスバーリード７に連結された分岐リードを熱圧着する
ことによって行なわれる。リードフレームＬＦ２と半導体チップ１６との接着固定は、半
導体チップ１６の回路形成面１６Ｘに、絶縁性のフィルム１０を介在して、リード４の第
１の部分４Ａ及びバスバーリード８に連結された分岐リードを熱圧着することによって行
なわれる。
【０１０１】
　この工程において、半導体チップ１５はリード３及びバスバーリード７の分岐リードに
接着固定されるので、半導体チップ１５はリードフレームＬＦ１に安定した状態で保持さ
れる。また、半導体チップ１６はリード４及びバスバーリード８の分岐リードに接着固定
されるので、半導体チップ１６はリードフレームＬＦ２に安定した状態で保持される。
【０１０２】
　次に、リードフレームＬＦ１及びＬＦ２をボンディング装置に搬送し、半導体チップ１
５の電極ＢＰ１とリード３の内部リード部のワイヤ接続部（先端部分）とを導電性のワイ
ヤ１７で電気的に接続すると共に、半導体チップ１５の電極ＢＰ１とバスバーリード７の
分岐リードとを導電性のワイヤ１７で電気的に接続し、更に、半導体チップ１６の電極Ｂ
Ｐ２とリード４の内部リード部のワイヤ接続部（先端部分）とを導電性のワイヤ１８で電
気的に接続すると共に、半導体チップ１６の電極ＢＰ２とバスバーリード８の分岐リード
とを導電性のワイヤ１８で電気的に接続する。ワイヤ（１７，１８）としては例えばＡｕ
ワイヤを用いる。また、ワイヤ（１７，１８）の接続方法としては、例えば熱圧着に超音
波振動を併用したボンディング法を用いる。
【０１０３】
　この工程において、リード３は、内部リード部である第１の部分３Ａが半導体チップ１
５の回路形面１５Ｘ上に位置し、内部リード部である第３の部分３Ｃの裏面が半導体チッ
プ１５の裏面と同一平面に位置するように折り曲げ成形されているので、図１１（Ａ）に
示すように、ヒートステージ２１に半導体チップ１５の裏面及びリード３の第３の部分３
Ｃの裏面を接触させることができる。この結果、ヒートステージ２１の熱が半導体チップ
１５及びリード３に有効に伝達されるので、ワイヤ１７による半導体チップ１５の電極Ｂ
Ｐ１とリード３との接続及び半導体チップ１５の電極ＢＰ１とバスバーリード７の分岐リ
ードとの接続を確実に行うことができる。
【０１０４】
　また、この工程において、リード４は、内部リード部である第１の部分４Ａが半導体チ
ップ１６の回路形面１６Ｘ上に位置し、内部リード部である第３の部分４Ｃの裏面が半導
体チップ１６の裏面と同一平面に位置するように折り曲げ成形されているので、図１１（
Ｂ）に示すように、ヒートステージ２１に半導体チップ１６の裏面及びリード４の第３の
部分４Ｃの裏面を接触させることができる。この結果、ヒートステージ２１の熱が半導体
チップ１６及びリード４に有効に伝達されるので、ワイヤ１８による半導体チップ１６の
電極ＢＰ２とリード４との接続及び半導体チップ１６の電極ＢＰ２とバスバーリード８の
分岐リードとの接続を確実に行うことができる。
【０１０５】
　また、この工程において、リード３の内部リード部の先端部分は、半導体チップ１５の
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回路形成面１５Ｘの中央部に形成された電極ＢＰ１の近傍に配置されているので、半導体
チップの外側にリードの内部リード部の先端部分を配置した場合に比べて、ワイヤ１７の
長さを短くすることができる。
【０１０６】
　また、この工程において、リード４の内部リード部の先端部分は、半導体チップ１６の
回路形成面１６Ｘの中央部に形成された電極ＢＰ２の近傍に配置されているので、半導体
チップの外側にリードの内部リード部の先端部分を配置した場合に比べて、ワイヤ１８の
長さを短くすることができる。
【０１０７】
　また、リードフレームＬＦ２の剛性が補強リード１２によって向上しているので、リー
ド４の内部リード部を半導体チップ１６の回路形成面１６Ｘに接着固定した後、後段の工
程であるワイヤボンディング工程にリードフレームＬＦ２を搬送する際、半導体チップ１
６がふらつき、半導体チップ１６がリードフレームＬＦ２から脱落するといった不具合の
発生を抑制することができる。
【０１０８】
　なお、リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々は、この工程の後、夫々の裏面同志を向い
合わせた状態に積層されるので、半導体チップ１６の電極ＢＰ２とリード４との接続にお
いては、半導体チップ１５の電極ＢＰ１とリード３との接続に対して左右が逆になる。
【０１０９】
　また、ワイヤ１７による半導体チップ１５の電極ＢＰ１とリード３との接続及び半導体
チップ１５の電極ＢＰ１とバスバーリード７の分岐リードとの接続はバスバーリード７を
飛び越えて行なわれ、ワイヤ１８による半導体チップ１６の電極ＢＰ２とリード４との接
続及び半導体チップ１６の電極ＢＰ２とバスバーリード８の分岐リードとの接続はバスバ
ーリード８を飛び越えて行なわれる。
【０１１０】
　次に、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々の裏面同志が向い合うように、リー
ドフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々を重ね合わせる。リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々
を重ね合わせた状態を図１２に示す。本実施形態では、半導体チップ１５，１６の夫々の
裏面を互いに接触させた状態にする。半導体チップ１５，１６の夫々の裏面同志の接触は
、リード３、リード４の夫々の弾性力によって保持される。
【０１１１】
　この工程において、リード４の外部リード部はリード３の外部リード部よりも短い長さ
で形成されているので、リード４の外部リード部の先端部分からリード３の外部リード部
の裏面が露出される。
【０１１２】
　また、リードフレームＬＦ２の剛性が補強リード１２によって向上しているので、ワイ
ヤボンディング工程から後段の工程であるリードフレーム積層工程にリードフレームＬＦ
２を搬送する際、半導体チップ１６がふらつき、半導体チップ１６がリードフレームＬＦ
２から脱落するといった不具合の発生を抑制することができる。
【０１１３】
　次に、図１３に示すように、リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々を重ね合わせた状態
で、リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々をトランスファ・モールド装置の成形金型（モ
ールド金型）２２の上型２２Ａと下型２２Ｂとの間に位置決めする。この時、上型２２Ａ
及び下型２２Ｂによって形成されるキャビティ２４の内部には、半導体チップ（１５，１
６）、リード３の内部リード部、リード４の内部リード部、フィルム（９，１０）、ワイ
ヤ（１７，１８）及び吊りリード１１等が配置される。
【０１１４】
　リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々は、図１４に示すように、ダムバー（５，６）及
びこれらのダムバーに連結されたリード（３，４）の連結部が上型２２Ａのクランプ面２
３Ａと下型２２Ｂのクランプ面２３Ｂとで上下両方向から押え付けられることによって成
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形金型２２に固定される。この時、図１４に示すように、ダムバー６の切断部分６Ｂの幅
はダムバー５の切断部分５Ｂの幅よりも狭くなっているため、ダムバー６の切断部分６Ｂ
と下型２２Ｂのクランプ面２３Ｂとの接触面積はダムバー５の切断部分５Ｂと上型２２Ａ
のクランプ面２３Ａとの接触面積よりも小さくなっている。一方、図１５に示すように、
ダムバー６の中間部分６Ａの幅はダムバー５の中間部分５Ａの幅よりも広くなっているた
め、ダムバー６の中間部分６Ａと下型２２Ｂのクランプ面２３Ｂとの接触面積はダムバー
５の中間部分５Ａと上型２２Ａのクランプ面２３Ｂとの接触面積よりも大きくなっている
。即ち、ダムバー６の中間部分６Ａの幅をダムバー５の中間部分５Ａの幅よりも広くする
ことにより、重ね合った二つのダムバーの同時切断を容易に行うためにダムバー６の切断
部分６Ｂの幅をダムバー５の切断部分５Ｂの幅よりも狭くしても、ダムバー６と下型２２
Ｂのクランプ面２３Ｂとの接触面積を確保することができ、リードフレームＬＦ１のダム
バー５とリードフレームＬＦ２のダムバー６とを上型２２Ａのクランプ面２３Ａと下型金
型２２Ｂのクランプ面２３Ｂとの間に確実に固定することができる。
【０１１５】
　また、図１６に示すように、補強リード１２が中間部分６Ｂに連結されたダムバー６に
おいても、ダムバー６の中間部分６Ａと下型２２Ｂのクランプ面２３Ｂとの接触面積はダ
ムバー５の中間部分５Ａと上型２２Ａのクランプ面２３Ｂとの接触面積よりも大きくなる
ので、重ね合った二つのダムバーの同時切断を容易に行うためにダムバー６の切断部分６
Ｂの幅をダムバー５の切断部分５Ｂの幅よりも狭くしても、ダムバー６と下型２２Ｂのク
ランプ面２３Ｂとの接触面積を確保することができ、リードフレームＬＦ１のダムバー５
とリードフレームＬＦ２のダムバー６とを上型２２Ａのクランプ面２３Ａと下型金型２２
Ｂのクランプ面２３Ｂとの間に確実に固定することができる。
【０１１６】
　次に、成形金型２２のポットからランナー及び流入ゲートを通してキャビティ２４内に
流動性の樹脂を加圧注入して樹脂封止体１９を形成する。半導体チップ（１５，１６）、
リード３の内部リード部、リード４の内部リード部、フィルム（９，１０）、ワイヤ（１
７，１８）及び吊りリード１１等は、樹脂封止体１９によって封止される。樹脂としては
、例えば、フェノール系硬化剤、シリコーンゴム及びフィラー等が添加されたエポキシ系
の熱硬化性樹脂を用いる。
【０１１７】
　この工程において、樹脂中に巻き込まれた気泡を取り除くため、キャビティ２４内への
樹脂の注入が終了した後、注入時の圧力よりも高い圧力（例えば６０kg／cm２程度）を加
える。この時、ダムバー５，６の夫々に同様の高い圧力がキャビティ２４側からその外側
に向かって加わるが、ダムバー５とダムバー６は上型２２Ａのクランプ面２３Ａと下型２
２Ｂのクランプ面２３Ｂとの間に確実に固定されているので、切断部分６Ｂの幅が狭いダ
ムバー６がキャビティ２４の外側方向に変形する不具合を防止することができ、ダムバー
５とダムバー６との隙間を通じて樹脂がキャビティ２４の外側に漏れだすことによって生
じる樹脂封止体１９の成形不良を確実に防止することができる。
【０１１８】
　また、補強リード１２が連結されたダムバー６においては、枠体２に補強リード１２を
介して支持されているので、樹脂注入時の圧力よりも高い圧力が加わっても、キャビティ
２４の外側方向に変形するようなことはない。
【０１１９】
　また、この工程において、半導体チップの外側に配置されたリードのワイヤ接続部と半
導体チップの回路形成面の中央部に形成された電極とをワイヤで接続した場合に比べて、
ワイヤ（１７，１８）の長さが短くなっているので、樹脂の加圧注入によって生じるワイ
ヤ流れを抑制することができる。また、半導体チップ１５はリードフレームＬＦ１に安定
した状態で保持され、半導体チップ１６はリードフレームＬＦ２に安定した状態で保持さ
れているので、キャビティ２４内に加圧注入された樹脂による二つの半導体チップ（１５
，１６）の夫々の位置ずれを防止することができる。
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【０１２０】
　また、この工程において、リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々は、樹脂封止体１９に
よって夫々の裏面同志を重ね合わせた状態に保持される。
【０１２１】
　次に、成形金型２２からリードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々を取り出し、その後、リ
ードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々を反転させて、図１７及び図１８に示すように、リー
ドフレームＬＦ２を表側（表向き）にする。
【０１２２】
　次に、図１９に示すように、リードフレーム２を表側にした状態でリードフレームＬＦ
１、ＬＦ２の夫々をＸＹテーブル３６に位置決めし、リードフレームＬＦ２のリード４の
外部リード部とリードフレームＬＦ１のリード３の外部リード部とをレーザ溶接にて接合
する。レーザ溶接による接合は、例えば、レーザ発振器３１、ビームフォーマ３２、ベン
ディングミラー３３、集光レンズ３４等を備えたＹＡＧレーザ装置を用いて行う。本実施
形態において、レーザ溶接は、リード４の上方からレーザ光３５を照射して行う。
【０１２３】
　この工程において、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々の回路形成面（１５Ｘ
，１６Ｘ）は樹脂封止体１９の樹脂で覆われているので、溶接時に発生した飛散物（高温
の溶融物）の飛来によって起きる半導体チップ１５，１６の夫々の不良を防止することが
できる。
【０１２４】
　また、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々の回路形成面（１５Ｘ，１６Ｘ）は
樹脂封止体１９の樹脂で覆われているので、溶接時に発生したアウトガス（リードに含ま
れていた不純物（例えば硫黄等）の蒸発物）の付着によって起きる半導体チップ１５、半
導体チップ１６の夫々の表面劣化を防止することができ、半導体チップ（１５，１６）と
樹脂封止体１９との接着力の低下を抑制することができる。
【０１２５】
　また、この工程において、リード４、リード３の夫々の接合部は互いに密接した状態を
樹脂封止体１９によって保持されているので、リード４とリード３とを固定治具によって
押える必要がない。
【０１２６】
　なお、レーザ溶接は樹脂封止体１９から離れた位置で行うことが望ましい。その理由は
、位置決め精度のバラツキによってレーザ光が樹脂封止体１９に照射された場合、樹脂封
止体１９が変色し、外観不良となるためである。
【０１２７】
　また、レーザ溶接は、図２０に示すように、リード４の外部リード部における先端部分
（図２０において３５Ａの符号を付けた個所）、具体的にはリード４とリード３との段差
部分にて行うことが望ましい。その理由は、図２１に示すように、リード４とリード３と
の接合状態を確認することができるためである。更に、段差部分にて行う場合、リード４
にレーザ光３５の中心が位置し、レーザ光３５の照射領域の１／３程度がリード３に位置
する状態で行うことが望ましい。その理由は、レーザ光３５の中心が最もエネルギーが高
いため、レーザ光３５の中心がリード４に照射された場合、上段に位置するリード４の接
合部が溶融する前に下段に位置するリード３の接合部が溶断されてしまうことがある。
【０１２８】
　また、レーザ溶接は、図２０に示すように、リード４、リード３の夫々の接合部におけ
る幅よりもレーザ光３５の照射径（スポット径）を小さくして行うことが望ましい。その
理由は、レーザ光３５の出力設定を間違った場合にリード３の溶断を防止するためである
。ダムバーの近傍におけるリード（４，３）のリード幅は０．３［ｍｍ］程度なので、こ
のリード幅よりも小さい照射径、本実施形態では０．２［ｍｍ］程度の照射径でレーザ溶
接を行った。
【０１２９】
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　次に、リードフレームＬＦ２を表側にした状態で、重ね合った二つのダムバー（６，５
）の夫々の切断部分（６Ｂ，５Ｂ）を切断金型にて同時切断し、図２２及び図２３に示す
ように、ダムバー（６，５）を除去すると共に、リードフレームＬＦ２の枠体２を除去す
る。
【０１３０】
　この工程において、ダムバー６の切断部分６Ｂの幅はダムバー５の切断部分５Ｂの幅よ
りも狭くなっているので、重ね合った二つのダムバーの同時切断を容易に行うことができ
る。
【０１３１】
　また、この工程において、リードフレームＬＦ２には樹脂封止体１９を支持するための
吊りリードが設けられていないので、重ね合った二つのダムバー（６，５）の夫々を切断
することによって選択的にリードフレームＬＦ２の枠体２を除去することができる。
【０１３２】
　また、この工程において、補強リード１２はダムバー６の中間部分６Ａに連結されてい
るので、重ね合った二つのダムバー（６，５）の夫々を切断することによって選択的にリ
ードフレームＬＦ２の枠体２を除去することができる。
【０１３３】
　次に、リード４、リード３の夫々の外部リード部にメッキ処理を施して、例えば鉛（Ｐ
ｂ）－錫（Ｓｎ）組成の材料からなる導電性被膜（メッキ膜）１４を形成する。導電性被
膜１４は、膜厚の制御性が高く、微細化されたリードに好適な電解メッキ法で行う。電解
メッキ法は、これに限定されないが、図２４に示すように、脱脂工程４１、水洗工程４２
、エッチング工程４３、水洗工程４４、メッキ工程４５、水洗工程４６、中和工程４７、
湯洗工程４８及び乾燥工程４９等を備えている。脱脂工程４１は、例えばアルカリ系の処
理液（薬液）を使用し、リードに付着する油性分等の汚れを除去する工程である。エッチ
ング工程４３は、例えばフッ酸（ＨＦ）、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）等の処理液を使用し、
リードの表面を粗くして導電性被膜の接着性を良くするための工程である。メッキ工程４
５は、例えばＳＯ４化合物等の処理液を使用し、リードに導電性被膜を形成する工
程である。中和工程４７は、アルカリ系の処理液を使用し、前段のメッキ工程で形成され
た導電性被膜を中和させる工程である。湯洗工程４８は前段の処理液を純温水で洗い流す
工程である。乾燥工程４９は、導電性被膜１４、樹脂封止体１９等に付着した水分等を蒸
発させる工程である。水洗工程４２，４４，４６等は、前段の処理液を純水で洗い流す工
程である。
【０１３４】
　この工程において、従来のように二枚のリードフレームを重ね合わせた状態でメッキ処
理を行った場合、重ね合った二つの枠体間に前段の工程の処理液（薬液）が毛管現象によ
って残留し、前段の工程の処理液が後段の各工程の処理液（薬液）に多量に持ち込まれて
しまう。二つの枠体間に残留する処理液を水洗工程において洗い流すことは難しい。
【０１３５】
　本実施形態では、メッキ処理を施す前に、二枚のリードフレームのうちの一方のリード
フレームの枠体（リードフレームＬＦ２の枠体２）を除去しているため、二つの枠体間に
毛管現象によって前段の工程の処理液が残留するようなことはない。従って、前段の工程
の処理液が後段の工程の処理液に持ち込まれる量を低減することができるので、処理液の
持ち込みによるメッキ不良を抑制することができる。
【０１３６】
　また、前段の工程の処理液が後段の工程の処理液に持ち込まれる量を低減することがで
きるので、後段の工程における処理液の交換回数を低減することができる。
【０１３７】
　次に、リードフレームＬＦ１の枠体１からリード３の外部リード部の先端部分を切断し
、その後、リード３の外部リード部を面実装型リード形状の一つであるガルウィング型リ
ード形状に折り曲げ成形し、その後、リードフレームＬＦ１の枠体１から吊りリード１１



(24) JP 4335203 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

を切断することにより、図１乃至図５に示す半導体装置２０がほぼ完成する。
【０１３８】
　この後、半導体装置２０は、製品完成後の環境試験である温度サイクル試験が施され、
その後、パーソナル・コンピュータ等の電子機器の組立工程、若しくはメモリ・モジュー
ル等の電子装置の組立工程において実装基板上に実装される。
【０１３９】
　以上説明したように、本実施形態によれば以下の効果が得られる。
〔１〕半導体装置２０の製造において、樹脂封止体１９を形成した後、リード３、リード
４の夫々をレーザ溶接にて接合する。これにより、レーザ溶接にて接合する際、半導体チ
ップ１５、半導体チップ１６の夫々の回路形成面（１５Ｘ，１６Ｘ）は樹脂封止体１９の
樹脂で覆われているので、溶接時に発生した飛散物（高温の溶融物）の飛来によって生じ
る半導体チップ１５，１６の夫々の不良を防止することができる。この結果、半導体装置
２０の歩留まりの向上を図ることができる。
　また、レーザ溶接にて接合する際、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々の回路
形成面（１５Ｘ，１６Ｘ）は樹脂封止体１９の樹脂で覆われているので、溶接時に発生し
たアウトガスの付着によって生じる半導体チップ１５，１６の夫々の表面劣化を防止する
ことができ、半導体チップ（１５，１６）と樹脂封止体１９の樹脂との接着力の低下を抑
制することができる。この結果、半導体チップ（１５，１６）と樹脂封止体１９の樹脂と
の熱膨張係数の差に起因する熱応力によって両者の界面に剥離が発生し、樹脂封止体１９
の樹脂に含まれている水分が剥離部に溜り、溜った水分が製品完成後の環境試験である温
度サイクル試験時の熱や実装基板に半田付け実装する時の半田リフロー熱によって気化膨
張し、樹脂封止体１９にもたらす亀裂の発生を防止することができるので、半導体装置２
０の信頼性の向上を図ることができる。
　また、レーザ溶接にて接合する際、リード３、リード４の夫々の接合部は樹脂封止体１
９によって密接した状態を保持されているので、リード３とリード４とを固定治具によっ
て押える必要がない。この結果、半導体装置２０の生産性の向上を図ることができる。
【０１４０】
〔２〕半導体装置２０の製造において、レーザ溶接は、樹脂封止体１９から離れた位置で
行う。これにより、位置決め精度のバラツキによる樹脂封止体１９へのレーザ光の照射を
防止することができる。この結果、レーザ溶接時に位置決め精度のバラツキによって発生
する樹脂封止体１９の外観不良を防止することができるので、半導体装置２０の歩留まり
の向上を図ることができる。
【０１４１】
〔３〕半導体装置２０の製造において、レーザ溶接は、リード４の外部リード部の先端部
分にて行う。これにより、リード４とリード３との接合状態を目視で確認することができ
るので、リード４とリード３の溶接部分を剥がして接合状態を確認する等の破壊検査が不
要となる。この結果、半導体装置２０の生産性の向上を図ることができる。
【０１４２】
〔４〕半導体装置２０の製造において、樹脂封止体１９を形成する工程の後であって、リ
ード３，４の夫々の外部リード部にメッキ処理を施す工程の前に、リードフレームＬＦ２
の枠体２を除去する。これにより、リード３、リード４の夫々の外部リード部にメッキ処
理を施す際、前段の工程の処理液（薬液）が後段の工程の処理液（薬液）に持ち込まれる
量を低減することができるので、処理液の持ち込みによるメッキ不良を抑制することがで
きる。この結果、半導体装置２０の歩留まりの向上を図ることができる。
　また、前段の工程の処理液（薬液）が後段の工程に持ち込まれる量を抑制することがで
きるので、後段の工程における処理液の交換回数を低減することができる。この結果、半
導体装置２０の生産性の向上を図ることができる。
【０１４３】
〔５〕半導体装置２０の製造において、リードフレームＬＦ２には樹脂封止体１９を支持
するための吊りリードが設けられていない。これにより、樹脂封止体１９の内部に重ね合
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った二つの吊りリードによる合わせ面が存在しなくなるので、二つの吊りリードによる合
わせ面を通して外部から樹脂封止体１９の内部に侵入する水分によって、半導体チップ（
１５，１６）の電極（ＢＰ１，ＢＰ２）とワイヤ（１７，１８）との接続部、リード（３
，４）の内部リード部とワイヤ（１７，１８）との接続部等が腐食するといった不具合を
抑制することができる。この結果、半導体装置２０の信頼性の向上を図ることができる。
　また、リードフレームＬＦ２には樹脂封止体１９を支持するための吊りリードが設けら
れていないことから、ダムバー６を切断することによってリードフレームＬＦ２の枠体２
を選択的に除去することができる。
【０１４４】
〔６〕半導体装置２０の製造において、リードフレームＬＦ２は補強リード１２を有する
構成になっている。これにより、リードフレームＬＦ２のリード４の内部リード部に半導
体チップ１６の回路形成面１６Ｘに接着固定した後、後段の工程にリードフレームＬＦ２
を搬送する際、半導体チップ１６がふらつき、半導体チップ１６がリードフレームＬＦ２
から脱落するといった不具合の発生を抑制することができる。この結果、半導体装置２０
の歩留まりの向上を図ることができる。
【０１４５】
〔７〕半導体装置２０の製造において、リードフレームＬＦ２の補強リード１２は、ダム
バー６の中間部分６Ａ及び枠体２に支持されている。これにより、ダムバー６の切断部分
６Ｂを切断することによってリードフレームＬＦ２の枠体２を選択的に除去することがで
きる。
【０１４６】
〔８〕半導体装置２０の製造において、リードフレームＬＦ２のダムバー６の切断部分６
Ｂの幅は、リードフレームＬＦ１のダムバー５の切断部分５Ｂの幅よりも狭くなっている
。これにより、重ね合った二つのダムバー（６，５）の同時切断を容易に行うことができ
る。
【０１４７】
〔９〕半導体装置２０の製造において、リードフレームＬＦ２のダムバー６の中間部分６
Ａの幅は、リードフレームＬＦ１のダムバー５の中間部分５Ａの幅よりも広くなっている
。これにより、樹脂封止体１９を形成する際、ダムバー６の中間部分６Ａと成形金型２２
のクランプ面２３Ｂとの接触面積は、ダムバー５の中間部分５Ａと成形金型２２のクラン
プ面２３Ａとの接触面積よりも大きくなるので、重ね合った二つのダムバーの同時切断を
容易に行うためにダムバー６の切断部分６Ｂの幅をダムバー５の切断部分５Ｂの幅よりも
狭くしても、ダムバー６と成形金型２２のクランプ面２２Ｂとの接触面積を確保すること
ができ、成形金型２２のクランプ面２３Ａとクランプ面２３Ｂとの間に、重ね合った二つ
のダムバー（５，６）を確実に固定することができる。従って、樹脂注入時の圧力よりも
高い圧力がダムバー５、ダムバー６の夫々にキャビティ２４側からその外側に向って加わ
っても、切断部分６Ｂの幅が狭いダムバー６がキャビティ２４の外側方向に変形する不具
合を防止することができ、ダムバー５とダムバー６との隙間を通じてキャビティ２４の外
側に漏れだすことによって生じる樹脂封止体１９の成形不良を確実に防止することができ
る。この結果、半導体装置２０の歩留まりの向上を図ることができる。
【０１４８】
〔１０〕半導体装置２０の製造において、リードフレームＬＦ２のダムバー６の中間部分
６Ａは、補強リード１２を介して枠体２に支持されている。これにより、前記〔９〕と同
様の効果が得られる。
【０１４９】
〔１１〕半導体装置２０において、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々は、夫々
の裏面同志を向い合わせた状態で積層されている。また、リード３は、半導体チップ１５
の一辺を横切ってその回路形成面１５Ｘ上を延在する第１の部分３Ａと、この第１の部分
３Ａから半導体チップ１５の裏面側に折れ曲がる第２の部分３Ｂと、この第２の部分３Ｂ
から第１の部分３Ａと同一方向に延びる第３の部分３Ｃとを有する構成になっている。ま
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た、リード４は、半導体チップ１６の一辺を横切ってその回路形成面１６Ｘ上を延在する
第１の部分４Ａと、この第１の部分４Ａから半導体チップ１６の裏面側に折れ曲がる第２
の部分４Ｂと、この第２の部分４Ｂから第１の部分４Ａと同一方向に延びる第３の部分４
Ｃとを有する構成になっている。また、リード３、リード４の夫々の第３の部分（３Ｃ，
４Ｃ）は、樹脂封止体１９の内外に亘って延在し、互いに重なり合っている。
　この構成により、リード３、リード４の夫々は樹脂封止体１９の内部において分岐され
、リード３とリード４との合わせ面が半導体チップ（１５，１６）まで到達していないの
で、リード３とリード４との合わせ面を通して外部から樹脂封止体１９の内部に水分が深
く侵入するのを防止することができる。この結果、半導体チップ（１５，１６）の電極（
ＢＰ１，ＢＰ２）とワイヤ（１７，１８）との接続部、リード（３，４）の内部リード部
とワイヤ（１７，１８）との接続部等が腐食するといった不具合を抑制することができる
ので、半導体装置２０の信頼性の向上を図ることができる。
【０１５０】
〔１２〕半導体装置２０において、リード３の第１の部分３Ａの先端部分は、半導体チッ
プ１５の回路形成面１５Ｘの中央部に形成された電極ＢＰ１の近傍に配置され、リード４
の第１の部分４Ａの先端部分は、半導体チップ１６の回路形成面１６Ｘの中央部に形成さ
れた電極ＢＰ２の近傍に配置されている。
　この構成により、半導体チップの回路形成面の中央部に形成された電極と半導体チップ
の外側に配置されたリードの先端部分とをワイヤで電気的に接続する場合に比べて、ワイ
ヤ（１７，１８）の長さを短くすることができるので、成形金型２２のキャビティ２４内
に樹脂を加圧注入して樹脂封止体１９を形成する際、樹脂の加圧注入によって生じるワイ
ヤ流れを抑制することができる。この結果、隣り合うワイヤ同志の短絡を抑制することが
できるので、半導体装置２０の歩留まりの向上を図ることができる。
【０１５１】
〔１３〕半導体装置２０において、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々は、回路
形成面（１５Ｘ，１６Ｘ）の中央部にその長辺方向に沿って複数の電極（ＢＰ１，ＢＰ２
）を配列した構成になっている。
　この構成により、半導体チップ１５，１６の夫々を夫々の裏面同志が向い合うように積
層しても、半導体チップ１５，１６の夫々の同一機能の電極が対向する状態となるので、
半導体チップ１５の電極（例えばアドレス信号Ａ０が印加される電極）ＢＰ１に電気的に
接続されたリード３と、半導体チップ１６の電極（例えばアドレス信号Ａ０が印加される
電極）ＢＰ２に電気的に接続されたリード４とを容易に接合することができる。従って、
半導体チップ１５，１６のうちの何れか一方の半導体チップとして、ミラー反転回路パタ
ーンの半導体チップを用いることなく、半導体装置２０を製造することができるので、低
コストの半導体装置２０を提供することができる。
【０１５２】
　なお、本実施形態では、リード４の上方からレーザ光を照射してリード３、リード４の
夫々をレーザ溶接する例について説明したが、レーザ光は、リード３の上方から照射して
もよい。但し、リード３とリード４との段差部を確認しながらレーザ溶接を行うことは困
難となる。
　また、本実施形態では、Ｆｅ－Ｎｉ系の合金材からなるリードフレームを用いた例につ
いて説明したが、Ｆｅ－Ｎｉ系の合金材よりも導電性に優れた銅（Ｃｕ）系の合金材から
なるリードフレームを用いてもよい。この場合、Ｃｕ系の合金材はＦｅ－Ｎｉ系の合金材
よりも熱伝導率が高く、しかもレーザ光の反射率が高いので、Ｆｅ－Ｎｉ系の合金材より
も溶接時間が長くなるが、レーザ光の出力を上げて行えば、特に問題なく溶接することが
できる。
　また、本実施形態では、ＹＡＧレーザ装置を用いた例について説明したが、リード３、
リード４の夫々の溶接が可能であれば他のレーザ装置を用いてもよい。
　また、本実施形態では、半導体チップ１５，１６の夫々を夫々の裏面同志が向い合う状
態で積層し、この半導体チップ１５，１６の夫々を一つの樹脂封止体１９で封止する半導
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体装置２０に本発明を適用した例について説明したが、本発明は、二つの半導体チップの
夫々を夫々の回路形成面同志が向い合う状態で積層し、この二つの半導体チップを一つの
樹脂封止体で封止する半導体装置にも適用することができる。但し、この場合、樹脂封止
体の厚さが厚くなる。
【０１５３】
　（実施形態２）
　図２５は本発明の実施形態２であるＴＳＯＰ型の半導体装置の断面図である。
　図２５に示すように、本実施形態の半導体装置５０は、前述の実施形態１と基本的に同
様の構成になっており、以下の構成が異なっている。
【０１５４】
　即ち、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間に緩衝体５１が充填さ
れている。緩衝体５１としては、例えば、ポリイミド系の樹脂からなる樹脂基材の両面（
表面及び裏面）にポリイミド系の樹脂からなる接着層が形成された樹脂フィルムを用いて
いる。
【０１５５】
　半導体チップ１５，１６の夫々は、図６に示すように、主に、半導体基板Ａ１と、この
半導体基板Ａ１の回路形成面上において絶縁層、配線層の夫々を複数段積み重ねた多層配
線層Ａ２と、この多層配線層を覆うようにして形成された表面保護膜Ａ３とを有する構成
になっているため、半導体チップ１５，１６の夫々は裏面が凸面となる方向に反っている
。従って、半導体チップ１５，１６の夫々の裏面を向い合わせた状態で半導体チップ１５
，１６の夫々を積層した時、半導体チップの中心から周辺部に向って徐々に広がる隙間が
半導体チップ１５と半導体チップ１６との間に形成される。このような隙間は、比較的小
さい締め付け力で容易に変形する緩衝体５１を介在して、半導体チップ１５，１６の夫々
を重ね合わせることによって無くすことができる。隙間を無くすことができれば、トラン
スファ・モールディング法に基づいて樹脂封止体１９を形成する際、樹脂に混入されたフ
ィラーによる空間が半導体チップ１５，１６間に発生しないので、空間の部分を起点にし
て発生する半導体チップ（１５，１６）の亀裂を防止することができる。
【０１５６】
　なお、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間に緩衝体５１を充填す
るためには、これらの間に間隔を持たせる必要があるが、間隔を持たせることによって樹
脂封止体１９の厚さが厚くなるので、本実施形態では半導体チップ１５，１６の夫々の厚
さを薄くして樹脂封止体１９の厚さの増加を抑制している。
【０１５７】
　以下、半導体装置５０の製造方法について、図２６乃至図２８を用いて説明する。図２
６はワイヤボンディング工程を説明するための要部断面図であり、図２７は第１及び第２
のリードフレームを重ね合わせた状態を示す要部断面図であり、図２８は封止工程を説明
するための要部断面図である。
【０１５８】
　まず、同一構造の半導体チップ１５及び半導体チップ１６を準備すると共に、図７に示
すリードフレームＬＦ１及び図９に示すリードフレームＬＦ２を準備する。
【０１５９】
　次に、リードフレームＬＦ１に半導体チップ１５を接着固定し、更に、リードフレーム
ＬＦ２に半導体チップ１６を接着固定する。
【０１６０】
　次に、半導体チップ１５の電極ＢＰ１とリード３の内部リード部のワイヤ接続部（先端
部分）とを導電性のワイヤ１７で電気的に接続すると共に、半導体チップ１５の電極ＢＰ
１とバスバーリード７の分岐リードとを導電性のワイヤ１７で電気的に接続し、更に、半
導体チップ１６の電極ＢＰ２とリード４の内部リード部のワイヤ接続部（先端部分）とを
導電性のワイヤ１８で電気的に接続すると共に、半導体チップ１６の電極ＢＰ２とバスバ
ーリード８の分岐リードとを導電性のワイヤ１８で電気的に接続する。
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【０１６１】
　この工程において、半導体チップ１５，１６の夫々の厚さは前述の実施形態１の場合よ
りも薄くなっているので、半導体チップ１５，１６の夫々の厚さを薄くした分、図２６に
示すように、ヒートステージ５２のチップ装着部とリード装着部との間に段差５２Ａを設
けておく。これにより、ヒートステージ５２に半導体チップ（１５，１６）の裏面及びリ
ード（３，４）の第３の部分（３Ｃ，４Ｃ）を接触させることができる。
【０１６２】
　次に、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々の裏面同志が向い合うように、リー
ドフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々を重ね合わせる。リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の重ね
合わせは、半導体チップ１５と半導体チップ１６との間に、比較的小さい締め付け力で容
易に変形する緩衝体５１を介在して行う。緩衝体５１としては、例えば、ポリイミド系の
樹脂からなる樹脂基材の両面（表面及び裏面）にポリイミド系の樹脂からなる接着層が形
成された樹脂フィルムを用いる。
【０１６３】
　この工程において、半導体チップ１５，１６の夫々の反りによって形成された隙間に緩
衝体５１が充填されるので、半導体チップ１５と半導体チップ１６との間の隙間を無くす
ことができる。リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々を重ね合わせた状態を図２７に示す
。
【０１６４】
　次に、図２８に示すように、リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々を重ね合わせた状態
で、リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々をトランスファ・モールド装置の成形金型（モ
ールド金型）２２の上型２２Ａと下型２２Ｂとの間に位置決めする。この時、上型２２Ａ
及び下型２２Ｂによって形成されるキャビティ２４の内部には、半導体チップ（１５，１
６）、リード３の内部リード部、リード４の内部リード部、フィルム（９，１０）、ワイ
ヤ（１７，１８）及び吊りリード１１等が配置される。
【０１６５】
　次に、成形金型２２のポットからランナー及び流入ゲートを通してキャビティ２４内に
流動性の樹脂を加圧注入して樹脂封止体１９を形成する。半導体チップ（１５，１６）、
リード３の内部リード部、リード４の内部リード部、フィルム（９，１０）、ワイヤ（１
７，１８）及び吊りリード１１等は、樹脂封止体１９によって封止される。樹脂としては
、例えば、フェノール系硬化剤、シリコーンゴム及びフィラー等が添加されたエポキシ系
の熱硬化性樹脂を用いる。
【０１６６】
　この工程において、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間に緩衝体
５２が充填されているので、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間に
樹脂封止体１９の樹脂が侵入することはない。従って、樹脂に混入されたフィラーによる
空間が半導体チップ１５，１６間に発生しないので、樹脂中に巻き込まれた気泡を取り除
くため、キャビティ２４内への樹脂の注入が終了した後、注入時の圧力よりも高い圧力（
例えば６０kg／cm２程度）を加えた
時に空間の部分を起点にして発生する半導体チップ（１５，１６）の亀裂を防止すること
ができる。
【０１６７】
　この後、前述の実施形態１と同様の工程を施すことにより、図２５に示す半導体装置５
０がほぼ完成する。
【０１６８】
　このように、半導体装置５０の製造において、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ
１６の裏面との間に緩衝体５１が充填された状態で、半導体チップ１５、半導体チップ１
６、リード３の内部リード部、リード４の内部リード部及びワイヤ（１７，１８）等を成
形金型２２のキャビティ２４内に配置し、その後、キャビティ２４内に樹脂を加圧注入し
て樹脂封止体１９を形成する。
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　これにより、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間には緩衝体５２
が充填されているので、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間に樹脂
封止体１９の樹脂が侵入することはない。従って、樹脂に混入されたフィラーによる空間
が半導体チップ１５，１６間に発生しないので、樹脂中に巻き込まれた気泡を取り除くた
め、キャビティ２４内への樹脂の注入が終了した後、注入時の圧力よりも高い圧力を加え
た時に空間の部分を起点にして発生する半導体チップ（１５，１６）の亀裂を防止するこ
とができる。この結果、半導体装置５０の歩留まりの向上を図ることができる。
【０１６９】
　（実施形態３）
　図２９は本発明の実施形態３であるＴＳＯＰ型の半導体装置の断面図である。
　図２９に示すように、本実施形態の半導体装置６０は、前述の実施形態１と基本的に同
様の構成になっており、以下の構成が異なっている。
【０１７０】
　即ち、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間に間隔６１を持たせた
状態で半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々が積層されている。間隔６１には樹脂
封止体１９の樹脂が充填されている。樹脂封止体１９の樹脂には、低応力化を図るために
多数のフィラーが混入されている。従って、フィラーの最大粒径よりも広い間隔６１を半
導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間に持たせることにより、トランス
ファ・モールディング法に基づいて樹脂封止体を形成する際、樹脂の流れが良くなるので
、樹脂に混入されたフィラーによる空間は半導体チップ１５，１６間に発生しない。
【０１７１】
　なお、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間に間隔６１を持たせる
ことによって樹脂封止体１９の厚さが厚くなるので、本実施形態では前述の実施形態２と
同様に、半導体チップ１５，１６の夫々の厚さを薄くして樹脂封止体１９の厚さの増加を
抑制している。
【０１７２】
　以下、半導体装置６０の製造方法について、図３０及び図３１を用いて説明する。図３
０は第１及び第２のリードフレームを重ね合わせた状態を示す要部断面図であり、図３１
は封止工程を説明するための要部断面図である。
【０１７３】
　まず、同一構造の半導体チップ１５及び半導体チップ１６を準備すると共に、図７に示
すリードフレームＬＦ１及び図９に示すリードフレームＬＦ２を準備する。
【０１７４】
　次に、リードフレームＬＦ１に半導体チップ１５を接着固定し、更に、リードフレーム
ＬＦ２に半導体チップ１６を接着固定する。
【０１７５】
　次に、半導体チップ１５の電極ＢＰ１とリード３の内部リード部のワイヤ接続部（先端
部分）とを導電性のワイヤ１７で電気的に接続すると共に、半導体チップ１５の電極ＢＰ
１とバスバーリード７の分岐リードとを導電性のワイヤ１７で電気的に接続し、更に、半
導体チップ１６の電極ＢＰ２とリード４の内部リード部のワイヤ接続部（先端部分）とを
導電性のワイヤ１８で電気的に接続すると共に、半導体チップ１６の電極ＢＰ２とバスバ
ーリード８の分岐リードとを導電性のワイヤ１８で電気的に接続する。
【０１７６】
　この工程において、半導体チップ１５，１６の夫々の厚さは前述の実施形態１の場合よ
りも薄くなっているので、半導体チップ１５，１６の夫々の厚さを薄くした分、図２６に
示すように、ヒートステージ５２のチップ装着部とリード装着部との間に段差５２Ａを設
けておく。これにより、ヒートステージ５２に半導体チップ（１５，１６）の裏面及びリ
ード（３，４）の第３の部分（３Ｃ，４Ｃ）を接触させることができる。
【０１７７】
　次に、半導体チップ１５、半導体チップ１６の夫々の裏面同志が向い合うように、リー
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ドフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々を重ね合わせる。リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の重ね
合わせは、図３０に示すように、半導体チップ１５と半導体チップ１６との間に間隔６１
を持たせた状態で行う。間隔６１は、樹脂封止体の形成時に用いる樹脂に混入されたフィ
ラーの粒径よりも広くする。本実施形態では、平均粒径が３～５［μｍ］、最大粒径が２
５［μｍ］のフィラーが多数混入されたエポキシ系の熱硬化性樹脂を用いるので、このフ
ィラーの最大粒径よりも広い間隔６１にする。
【０１７８】
　なお、半導体チップ１５，１６の夫々は裏面が凸面となる方向に反っているため、半導
体チップ１５，１６の夫々の裏面を向い合わせた状態で半導体チップ１５，１６の夫々を
積層した時、半導体チップ１５の中心部分と半導体チップ１６の中心部分との間が最も狭
くなる。従って、半導体チップ１５の裏面の中心部分と半導体チップ１６の裏面の中心部
分との間の間隔６１をフィラーの最大粒径よりも広くする必要がある。
【０１７９】
　次に、図３０に示すように、リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々を重ね合わせた状態
で、リードフレームＬＦ１、ＬＦ２の夫々をトランスファ・モールド装置の成形金型（モ
ールド金型）２２の上型２２Ａと下型２２Ｂとの間に位置決めする。この時、上型２２Ａ
及び下型２２Ｂによって形成されるキャビティ２４の内部には、半導体チップ（１５，１
６）、リード３の内部リード部、リード４の内部リード部、フィルム（９，１０）、ワイ
ヤ（１７，１８）及び吊りリード１１等が配置される。
【０１８０】
　次に、成形金型２２のポットからランナー及び流入ゲートを通してキャビティ２４内に
流動性の樹脂を加圧注入して樹脂封止体１９を形成する。半導体チップ（１５，１６）、
リード３の内部リード部、リード４の内部リード部、フィルム（９，１０）、ワイヤ（１
７，１８）及び吊りリード１１等は、樹脂封止体１９によって封止される。
【０１８１】
　この工程において、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間に、樹脂
に混入されたフィラーの最大粒径よりも広い間隔６１を持たせているので、樹脂に混入さ
れたフィラーによる空間は半導体チップ１５，１６間に発生しない。従って、樹脂中に巻
き込まれた気泡を取り除くため、キャビティ２４内への樹脂の注入が終了した後、注入時
の圧力よりも高い圧力を加えた時に空間の部分を起点にして発生する半導体チップ（１５
，１６）の亀裂を防止することができる。
【０１８２】
　この後、前述の実施形態１と同様の工程を施すことにより、図２９に示す半導体装置６
０がほぼ完成する。
【０１８３】
　このように、半導体装置６０の製造において、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ
１６の裏面との間にフィラーの最大粒径よりも広い間隔６１を持たせた状態で、半導体チ
ップ１５、半導体チップ１６、リード３の内部リード、リード４の内部リード及びワイヤ
（１７，１８）等を成形金型２２のキャビティ２４内に配置し、その後、キャビティ２４
内に、多数のフィラーが混入された樹脂を加圧注入して樹脂封止体１９を形成する。
【０１８４】
　これにより、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間の樹脂の通りが
良くなるので、樹脂に混入されたフィラーによる空間は半導体チップ１５，１６間に発生
しない。従って、樹脂中に巻き込まれた気泡を取り除くため、キャビティ２４内への樹脂
の注入が終了した後、注入時の圧力よりも高い圧力を加えた時に空間の部分を起点にして
発生する半導体チップ（１５，１６）の亀裂を防止することができる。この結果、半導体
装置６０の歩留まりの向上を図ることができる。
【０１８５】
　なお、実施形態２及び実施形態３では、半導体チップ１５の裏面と半導体チップ１６の
裏面との間に間隔を持たせるために半導体チップ１５，１６の夫々の厚さを薄くした例に
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ついて説明したが、リード３、リード４の夫々の折り曲げ加工を工夫して、半導体チップ
１５の裏面と半導体チップ１６の裏面との間に間隔を持たせてもよい。
【０１８６】
　以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施形態に基づき具体的に説明したが、
本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において
種々変更可能であることは勿論である。
【０１８７】
　例えば、本発明は、一方向リード配列構造であるＳＩＰ(Ｓingle Ｉn-line Ｐackage）
型、ＺＩＰ(Ｚigzag Ｉn-line Ｐackage）型等の半導体装置に適用できる。
【０１８８】
　また、本発明は、二方向リード配列構造であるＳＯＪ(Ｓmall Ｏut-line Ｊ-leaded Ｐ
ackage）型、ＳＯＰ(Ｓmall Ｏut-line Ｐackage）型等の半導体装置に適用できる。
【０１８９】
　また、本発明は、四方向リード配列構造であるＱＦＰ(Ｑuad Ｆlatpack Ｐackage)型、
ＱＦＪ(Ｑuad Ｆlatpack Ｊ-leaded Ｐackage)型等の半導体装置に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１９０】
【図１】本発明の実施形態１である半導体装置の樹脂封止体の上部を除去した状態の平面
図である。
【図２】本発明の実施形態１である半導体装置の樹脂封止体の下部を除去した状態の底面
図である。
【図３】図１のａ－ａ線に沿う断面図である。
【図４】図３の一部を拡大した断面図である。
【図５】本発明の実施形態１である半導体装置の要部断面図である。
【図６】本発明の実施形態１である半導体装置に組み込まれた半導体チップの概略構成を
示す要部断面図である。
【図７】本発明の実施形態１である半導体装置の製造に用いられる第１のリードフレーム
の平面図である。
【図８】図７の一部を拡大した模式的平面図である。
【図９】本発明の実施形態１である半導体装置の製造に用いられる第２のリードフレーム
の平面図である。
【図１０】図９の一部を拡大した平面図である。
【図１１】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、ワイヤボンディング工
程を説明するための要部断面図である。
【図１２】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、第１及び第２のリード
フレームを重ね合わせた状態を示す要部平面図である。
【図１３】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、封止工程を説明するた
めの要部断面図である。
【図１４】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、封止工程を説明するた
めの要部断面図である。
【図１５】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、封止工程を説明するた
めの要部断面図である。
【図１６】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、封止工程を説明するた
めの要部断面図である。
【図１７】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、封止工程が施された後
の状態を示す底面図である。
【図１８】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、封止工程が施された後
の状態を示す断面図である。
【図１９】本発明の実施形態１である半導体装置の製造に用いられるレーザ装置の概略構
成を説明するためのブロック図である。
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【図２０】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、接合工程を説明するた
めの要部底面図である。
【図２１】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、接合工程を説明するた
めの要部斜視図である。
【図２２】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、第２のリードフレーム
の枠体を除去した後の状態を示す底面図である。
【図２３】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、第２のリードフレーム
の枠体を除去した後の状態を示す断面図である。
【図２４】本発明の実施形態１である半導体装置の製造において、メッキ工程を説明する
ためのフローチャートである。
【図２５】本発明の実施形態２である半導体装置の断面図である。
【図２６】本発明の実施形態２である半導体装置の製造において、ワイヤボンディング工
程を説明するための要部断面図である。
【図２７】本発明の実施形態２である半導体装置の製造において、第１及び第２のリード
フレームを重ね合わせた状態を示す要部断面図である。
【図２８】本発明の実施形態２である半導体装置の製造において、封止工程を説明するた
めの要部断面図である。
【図２９】本発明の実施形態３である半導体装置の断面図である。
【図３０】本発明の実施形態３である半導体装置の製造において、第１及び第２のリード
フレームを重ね合わせた状態を示す要部断面図である。
【図３１】本発明の実施形態３である半導体装置の製造において、封止工程を説明するた
めの要部断面図である。
【図３２】従来の問題点を説明するための断面図である。
【図３３】従来の問題点を説明するための断面図である。
【符号の説明】
【０１９１】
　ＬＦ１，ＬＦ２…リードフレーム、１，２…枠体、３，４…リード、５，６…ダムバー
、７，８…バスバーリード、９，１０…フィルム、１１…吊りリード、１２…補強リード
、１３…金属層、１４…導電性被膜、１５，１６…半導体チップ、１５Ｘ，１６Ｘ…回路
形成面、１７，１８…ワイヤ、１９…樹脂封止体、２０…半導体装置、２２…成形金型、
２２Ａ…上型、２２Ｂ…下型、２３Ａ，２３Ｂ…クランプ面、２４…キャビティ、３１…
レーザ発振器、３２…ビームフォーマ、３３…ベンディングミラー、３４…集光レンズ、
３５…レーザ光、５０…半導体装置、５１…緩衝体、６０…半導体装置、６１…間隔。
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